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@ DISPOSITIF A SEMICONDUCTEUR AYANT UNE STRUCTURE SILICIUM SUR ISOLANT. 

® Une pellicule d'oxyde partielle (31) isole mutuellement 
des regions de formation de transistor dans une couche SOI 
(3). Une region de caisson de type p (1 1) formee sous une 
parties de la pellicule d'oxyde partielle (31) isole mutuelle- 
ment des transistors NMOS, et une region de caisson de 
type n isole mutuellement des transistors PMOS Une re- 
gion de corps (10) est en contact avec la region de caisson 
(11) adjacente. Une couche d'interconnexion formee sur 
une pellicule diSlectrique inter-couche (4) estconnectee a la 
region de corps. Un dispositif a semiconducteur ayant une 
telle structure SOI r6duit un effet de substrat flottant 
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DISPOSITIF A SEMICONDUCTEUR AYANT UNE ST RUCTURE 
SILICIUM SUR ISOLANT 

La presente invention concerne un dispositif a semiconducteur 
ayant une structure silicium sur isolant, ou SOI. 

5 En se referant a la figure 102, on note qu'un dispositif a semi- 

conducteur de I'art anterieur ayant une structure SOI constitute par un 
substrat en silicium 1, une pellicule d'oxyde enterree 2 et une couche SOI 
("Silicon On Insulator", c'est-a-dire silicium sur isolant) 3 a ete realise de 
facon qu'une pellicule d'oxyde complete 32 isole entierement les unes 

10 des autres des regions de formation de transistor dans la couche SOI 3. 
Par exemple, un seul transistor NMOS forme dans une region de forma- 
tion de transistor NMOS a ete completement isole d'autres transistors par 
la pellicule d'oxyde complete 32. Dans le dispositif a semiconducteur re- 
presents sur la figure 102, une pellicule dielectrique inter-couche 4 re- 

15 couvre la couche SOI 3. 

Comme represents sur la figure 102, le transistor NMOS unique 
completement isole d'autres transistors par la pellicule d'oxyde complete 
32 comprend une region de drain 5, une region de source 6 et une region 
de formation de canal 7 qui sont formees dans la couche SOI 3, une pel- 

20 licule d'oxyde de grille 8 formee sur la region de formation de canal 7, et 
une electrode de grille 9 formee sur la pellicule d'oxyde de grille 8. Une 
couche d'interconnexion 22 formee sur la pellicule dielectrique inter- 
couche 4 est connectee electriquement a la region de drain 5 ou la region 
de source 6 a travers un contact 21 forme dans la pellicule dielectrique 

25 inter-couche 4. 

Ainsi, le dispositif a semiconducteur de I'art anterieur ayant la 
structure SOI dans laquelle des dispositifs (transistors) sont complete- 
ment isoles les uns des autres dans la couche SOI, est realise de facon a 
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procurer une isolation complete entre des transistors PMOS et NMOS, 
pour empecher en principe le phenomene de verrouillage a I'etat passant. 

Par consequent, la fabrication d'un dispositif a semiconducteur 
ayant la structure SOI et comprenant des transistors CMOS a 6te avanta- 
geuse dans la mesure ou une largeur d'isolation minimale d6terminee par 
la technique de micro-usinage peut etre utilisee de facon a reduire I'aire 
d'une puce. Cependant, un tel dispositif a semiconducteur ayant la 
structure SOI presente divers inconvenients resultant de ce qu'on appelle 
un effet de substrat flottant, comme un effet de non-linearite occasionne 
par des porteurs (trous pour un transistor NMOS) g6neres par ionisation 
par chocs et stockes dans la region de formation de canal, la degradation 
de la tension de claquage en fonctionnement. et la dependence de la du- 
ree de retard vis-a-vis de la frequence, a cause du potentiel electrique 
non stabilise de la region de formation de canal. 

Un premier aspect de la presente invention porte sur un dispo- 
sitif a semiconducteur ayant une structure SOI comprenant un substrat 
semiconducteur, une couche dielectrique enterrSe et une couche SOI. 
Conformement a la presente invention, le dispositif a semiconducteur 
comprend . une multiplicity de regions de formation de dispositif dans 
lesquelles des dispositifs predetermines doivent etre formes respective- 
ment, la multiplied de regions de formation de dispositif etant etablies 
dans ia couche SOI; et au moins une region d'isolation form6e dans la 
couche SOI pour isoler les unes par rapport aux autres, de facon dielec- 
trique, la multiplicite de regions de formation de dispositif; et une region 
de corps formee dans la couche SOI et dont le potentiel electrique peut 
etre fixe de facon externe, et dans ce dispositif au moins une partie de la 
region ou des regions d'isolation comprend une region d'isolation par- 
tielle ayant une region dielectrique partielle formee dans sa partie supe- 
rieure et une region de semiconducteur formee dans sa partie inferieure, 
la region de semiconducteur constituant une partie de la couche SOI et 
etant formee en contact avec Tune au moins de la multiplicite de regions 
de formation de dispositif et la region de corps. 

De preference, selon un second aspect de la presente inven- 
tion, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la multiplicite 
de regions de formation de dispositif comprennent une multiplicite de 
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premieres regions de formation de dispositif pour un premier dispositif, et 
une multiplicite de secondes regions de formation de dispositif pour un 
second dispositif, la region ou les regions d'isolation comprennent en 
outre une region d'isolation complete ayant une region dielectrique com- 
5 plete s'etendant a travers la couche SOI; et la region d'isolation partielle 
comprend des premiere et seconde regions d'isolation partielles. La mul- 
tiplicite de premieres regions de formation de dispositif sont isolees les 
unes des autres par la premiere region d'isolation partielle, la multiplicite 
de secondes regions de formation de dispositif sont isolees les unes des 
10 autres par la seconde region d'isolation partielle, et la multiplicite de 
premieres regions de formation de dispositif et la multiplicite de secondes 
regions de formation de dispositif sont isolees les unes des autres par la 
region d'isolation complete. 

De preference, selon un troisieme aspect de la presente inven- 
15 tion, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la multiplicite 
de regions de formation de dispositif comprennent une multiplicite de re- 
gions de formation de dispositif pour un premier circuit et une multiplicite 
de regions de formation de dispositif pour un second circuit. La multipli- 
cite de regions de formation de dispositif pour le premier circuit sont iso- 
20 lees les unes des autres par une region d'isolation complete s'etendant a 
travers la couche SOI, et la multiplicite de regions de formation de dispo- 
sitif pour le second circuit sont isolees les unes des autres par la region 
d'isolation partielle. 

De preference, selon un quatrieme aspect de la presente in- 
25 vention, dans le dispositif a semiconducteur du troisieme aspect, la cou- 
che SOI comprend des premiere et seconde couches SOI partielles, la 
premiere couche SOI partielle ayant une epaisseur inferieure a celle de 
la seconde couche SOI partielle. La multiplicite de r6gions de formation 
de dispositif pour le premier circuit sont formees dans la premiere couche 
30 SOI partielle, et la multiplicite de regions de formation de dispositif pour 
le second circuit sont formees dans la seconde couche SOI partielle. 

De preference, selon un cinquieme aspect de la presente in- 
vention, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la multi- 
plicite de regions de formation de dispositif comprennent une region de 
35 formation de dispositif pour un circuit predetermine, et une region de 
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formation de dispositif pour un circuit autre que le circuit predetermine. 
La region de formation de dispositif pour le circuit predetermine et la re- 
gion de formation de dispositif pour le circuit autre que le circuit prede- 
termine sont isolees Tune de I'autre par une region d'isolation complete 
s'etendant a travers la couche SOI. 

De preference, selon un sixieme aspect de la presente inven- 
tion, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, un dispositif 
forme dans une region de formation de dispositif isolee par la region 
d'isolation partielle. parmi la multiplicity de regions de formation de dis- 
positif, a une region active formee a une profondeur a partir d'une sur- 
face de la couche SOI qui est inferieure a la profondeur a laquelle la re- 
gion d'isolation partielle est formee. 

De preference, selon un septieme aspect de la presente inven- 
tion, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la region de 
semiconducteur comprend une region de silicium polycristallin. 

De preference, selon un huitieme aspect de la presente inven- 
tion, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la region di- 
electrique partielle comprend une pellicule a faible constante dielectri- 
que, ayant une constante dielectrique inferieure a celle de la couche di- 
electrique enterree. 

De preference, selon un neuvieme aspect de la presente inven- 
tion, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la region di- 
electrique partielle comprend une pellicule dielectrique partielle formee 
au molns sur une surface laterale. et une pellicule a faible constante di- 
electrique formee dans d'autres regions et ayant une constante dielectri- 
que inferieure a celle de la pellicule dielectrique partielle. 

De preference, selon un dixieme aspect de la presente inven- 
tion, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la ou les re- 
gions d'isolation comprennent une multiplicite de regions d'isolation, et 
I'une au moins de la multiplicite de regions d'isolation a une largeur pre- 
determinee et s'etend de facon pratiquement perpendiculaire jusqu'a une 
surface du substrat semiconducteur. 

Un onzieme aspect de la presente invention porte sur un dispo- 
sitif a semiconducteur ayant une structure SOI comprenant un substrat 
semiconducteur, une couche dielectrique enterree et une couche SOI. 
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Conformement £ la presente invention, le dispositif d semiconducteur 
comprend : une multiplicite de regions de formation de dispositif dans 
lesqueltes des dispositifs predetermines doivent etre formes respective- 
ment, la multiplicite de regions de formation de dispositif se trouvant 
5 dans la couche SOI; au moins une region d'isolation form6e dans la cou- 
che SOI pour isoler de fagon dielectrique la multiplicity de regions de 
formation de dispositif les unes par rapport aux autres; et une region de 
corps capable de fixer un potentiel eiectrique de fafon externe, la region 
de corps etant form£e en contact avec I'une des surfaces sup6rieure et 
10 inferieure de Tune au moins de la multiplicity de regions de formation de 
dispositif. 

De preference, selon un douzi&me aspect de la pr6sente inven- 
tion, dans le dispositif & semiconducteur du onzidme aspect, la region de 
corps est form6e dans une partie superieure de la couche dielectrique 

15 enterree, et en contact avec la surface inferieure de la region ou des re- 
gions de la multiplicite de regions de formation de dispositif. 

De preference, selon un treizieme aspect de la presente inven- 
tion, dans le dispositif a semiconducteur du onzieme aspect, la region de 
corps s'etend a travers la couche dielectrique enterree et est en contact 

20 avec la surface inferieure de la region ou des regions de la multiplicity de 
regions de formation de dispositif. 

De preference, selon un quatorzifeme aspect de la presente in- 
vention, dans le dispositif d semiconducteur du onzteme aspect, la region 
de corps est form6e sur la region ou les regions de la multiplicite de r6- 

25 gions de formation de dispositif, et en contact avec la surface sup6rieure 
de la region ou des regions de la multiplicite de regions de formation de 
dispositif. 

De preference, selon un quinzieme aspect de la presente in- 
vention, dans le dispositif d semiconducteur du premier aspect, au moins 

30 une partie de la region ou des regions d'isolation comprend en outre une 
region d'isolation combin6e comprenant la region d'isolation partielle et 
une region dielectrique complete s'etendant a travers la couche SOI, la 
region d'isolation partielle et la region dielectrique complete etant mu- 
tuellement continues. 

35 De preference, selon un seizieme aspect de la presente inven- 
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tion, dans le dispositif a semiconducteur du quinzieme aspect, la region 
d'isolation partielle a une surface superieure plane et uniforme. 

De pr6ference, selon un dix-septieme aspect de la presente in- 
vention, dans le dispositif a semiconducteur du quinzieme aspect, la re- 
gion de semiconducteur de la region d'isolation combinee a une epais- 
seur qui n'est pas superieure a la moitie de I'epaisseur de la couche SOI. 

De preference, selon un dix-huitieme aspect de la presente in- 
vention, dans le dispositif a semiconducteur du quinzieme aspect, la re- 
gion dielectrique complete de la region d'isolation combinee a une lar- 
geur qui n'est pas superieure a la moitie de la largeur de la region d'iso- 
lation combinee. 

De preference, selon un dix-neuvieme aspect de la presente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la ou 
les regions d'isolation comprennent en outre une region d'isolation com- 
plete ayant une region dielectrique complete s'etendant a travers la cou- 
che SOI. La multiplicity de regions de formation de dispositif compren- 
nent une region de formation de transistor NMOS d'entree/sortie et une 
region de formation de transistor PMOS d'entree/sortie qui sont dispo- 
ses de facon mutuellement adjacente. La region d'isolation complete est 
formee au moins au voisinage d'une frontiere entre la region de formation 
de transistor NMOS d'entree/sortie et la region de formation de transistor 
PMOS d'entree/sortie. 

De preference, selon un vingtieme aspect de la presente inven- 
tion, dans le dispositif a semiconducteur du dix-neuvieme aspect, la mul- 
tiplicity de regions de formation de dispositif comprennent en outre une 
region de formation de circuit interne disposee en position adjacente a 
Tune des regions comprenant la region de formation de transistor NMOS 
d'entree/sortie et la region de formation de transistor PMOS d'en- 
tree/sortie. La region d'isolation complete est en outre formee au voisi- 
nage d'une frontiere entre la region de formation de circuit interne et une 
rSgion parmi la region de formation de transistor NMOS d'entree/sortie et 
la region de formation de transistor PMOS d'entree/sortie, qui est dispo- 
sed en position adjacente a la region de formation de circuit interne. 

De preference, selon un vingt-et-unieme aspect de la presente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la ou 
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les r6gions d'isolation comprennent en outre une region d'isolation com- 
plete'ayant une region dielectrique complete s'etendant a travers la cou- 
che SOI. La multiplicity de regions de formation de dispositif compren- 
nent une region de formation de transistor NMOS et une region de forma- 

5 tion de transistor PMOS qui sont disposees de facon mutuellement adja- 
cente. La region d'isolation complete est formee dans un emplacement de 
formation de region d'isolation complete situe a I'interieur de la region de 
formation de transistor PMOS au voisinage d'une frontiere entre la region 
de formation de transistor NMOS et la region de formation de transistor 

10 PMOS. La region d'isolation partielle entoure la region de formation de 
transistor NMOS et la region de formation de transistor PMOS, sauf dans 
('emplacement de formation de region d'isolation complete. 

De preference, selon un vingt-deuxieme aspect de la presente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la ou 

15 les regions d'isolation comprennent en outre une region d'isolation com- 
plete ayant une region dielectrique complete s'etendant a travers la cou- 
che SOI. La multiplicite de regions de formation de dispositif compren- 
nent une region de formation de transistor PMOS. La region d'isolation 
partielle est formee dans un emplacement de formation de region d'isola- 

20 tion partielle se trouvant au moins au voisinage d'une premiere extremite 
d'une electrode de grille de la region de formation de transistor MOS. La 
region dielectrique complete entoure la region de formation de transistor 
MOS, sauf dans I'emplacement de formation de region d'isolation par- 
tielle. 

25 De preference, selon un vingt-troisieme aspect de la presente 

invention, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la mul- 
tiplicite de regions de formation de dispositif comprennent une region de 
formation de transistor d'un premier type de conductivite. La region 
d'isolation complete comprend une region d'isolation partielle peripheri- 

30 que entourant la region de formation de transistor. La region de corps 
comprend une region de corps peripherique d'un second type de conduc- 
tivite entourant la region d'isolation partielle peripherique. 

De preference, selon un vingt-quatrieme aspect de la presente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la mul- 

35 tiplicite de regions de formation de dispositif comprennent une region de 
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formation de transistor MOS. La region de corps comprend une region de 
corps adjacente a la source, disposee en position adjacente a une region 
de source de la region de formation de transistor MOS. Le dispositif a 
semiconducteur comprend en outre une region de fixation de potentiel 
electrique connectee en commun a la region de source et a la region de 
corps adjacente a la source. 

De preference, selon un vingt-cinquieme aspect de la presente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect la re- 
gion de semiconducteur de la region isolation partielle comprend des 
prem.ere et seconde regions de semiconducteur partielles. La concentra- 
tion en impurete de la premiere region de semiconducteur partielle est 
superieure a celle de la seconde region de semiconducteur partielle. 

De preference, selon un vingt-sixieme aspect de la presente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du vingt-cinquieme aspect 
la premiere region de semiconducteur partielle comprend une region pe- 
r.pher.que disposee en position adjacente a Tune de la multiplicite de re- 
gions de formation de dispositif qui doit etre isolee, et la seconde region 
de semiconducteur partielle comprend une region centrale correspondant 
a une partie de la region de semiconducteur qui est autre que la region 
peripherique. 

De preference, selon un vingt-septieme aspect de la presente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du vingl-cinquieme aspect 
la multiplicite de regions de formation de dispositif comprennent une re- 
gion de formation de transistor MOS. La region d'isolation partielle en- 
toure la region de formation de transistor MOS. La premiere region de 
sem.conducteur partielle comprend une region adjacente a une electrode 
de gnlle de la region de formation de transistor MOS. et la seconde re- 
gion de semiconducteur partielle comprend une region adjacente a un 
drain/source de la region de formation de transistor MOS. 

De preference, selon un vingt-huitieme aspect de la presente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect la mul- 
t.pl.c.te de regions de formation de dispositif comprennent une region de 
formation de transistor MOS d'un premier type de conductivite, et la re- 
gion de semiconducteur de la region desolation partielle comprend une 
reg.on d'un second type de conductivite. Un maximum de ia concentration 
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en impurete de la region de semiconducteur de la region d'isolation par- 
tielle est plus profond a partir d'une surface de la couche SOI qiTun 
maximum de la concentration en impurete d'une region de drain/source 
form6e en contact avec la region de semiconducteur dans la region de 

5 formation de transistor MOS. 

De preference, selon un vingt-neuvieme aspect de la pr6sente 
invention, dans le dispositif e semiconducteur du premier aspect, la mul- 
tiplicity de regions de formation de dispositif comprennent une r6gion de 
formation de transistor MOS. Un maximum de la concentration en impu- 

10 ret6 d'une region de formation de canal de la region de formation de 
transistor MOS est plus profond £ partir d'une surface de la couche SOI 
qu'un maximum de la concentration en impurete de la region de semicon- 
ducteur de la region d'isolation partielle. 

De preference, selon un trenti£me aspect de la pr6sente inven- 

15 tion, dans le dispositif a semiconducteur du quinzieme aspect, la region 
de semiconducteur de la region d'isolation combinSe comprend une pre- 
miere region de semiconducteur partielle dispos6e en position adjacente 
£ la region dielectrique complete, et une seconde region de semiconduc- 
teur partielle qui est le reste de la region de semiconducteur. La concen- 

20 tration en impurete de la premiere region de semiconducteur partielle est 
sup6rieure £ celle de la seconde region de semiconducteur partielle. 

De preference, selon un trente-et-uni6me aspect de la pr6sente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect, la r6- 
gion d'isolation partielle a une partie de coin de surface et une partie de 

25 coin de fond, la partie de coin de fond ayant un rayon de courbure sup6- 
rieur £ celui de la partie de coin de surface. 

De preference, selon un trente-deuxieme aspect de la pr6sente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du quinzieme aspect, la 
region dielectrique partielle de la region d'isolation combin6e a une partie 

30 de coin de fond et une partie ayant la forme d'une marche d6finie entre 
la r6gion dielectrique complete et la region dielectrique partielle, la partie 
ayant la forme d'une marche ayant un rayon de courbure inferieur d celui 
de la partie de coin de fond. 

De preference, selon un trente-troisieme aspect de la pr6sente 

35 invention, dans le dispositif £ semiconducteur du premier aspect, la r6- 
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gion d'isolation ou les regions d'isolation comprennent en outre une re- 
gion d'isolation complete ayant une region dielectrique complete s'eten- 
dant a travers la couche SOI. Le dispositif a semiconducteur comprend 
en outre un element consistant en une inductance formee dans une re- 
gion de formation d'inductance s'etendant dans une partie superieure de 
la couche SOI, la region d'isolation complete etant formee au-dessous de 
la region de formation d'inductance. 

De preference, selon un trente-quatrieme aspect de la presente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect la mul- 
t.plicite de regions de formation de dispositif comprennent une region de 
formation de transistor MOS, et la region de corps comprend une region 
de corps connectee a la grille, qui est connectee electriquement a une 
electrode de grille d'un transistor MOS forme dans la region de formation 
de transistor MOS. La region d'isolation partielle entoure la region de 
15 formation de transistor MOS. 

De preference, selon un trente-cinquieme aspect de la presente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du sixieme aspect la re- 
gion de semiconducteur comprend une region d'un premier type de con- 
ductive, et la region active du dispositif comprend une region d'un se- 
cond type de conductive. La profondeur de la region active du dispositif 
est f.xee de facon qu'une couche de depletion s'etendant a partir de la 
region active n'atteigne pas la couche dielectrique enterree dans un etat 
de polarisation nulle. 

De preference, selon un trente-sixieme aspect de la presente 
invention, dans le dispositif a semiconducteur du premier aspect la mul- 
t.plicite de regions de formation de dispositif comprennent une region de 
formation de transistor de champ. Un transistor de champ forme dans re- 
gion de formation de transistor de champ comprend : des premiere et se- 
conde regions actives formees independamment I'une de I'autre, et une 
partie de grille formee entre les premiere et seconde regions actives et 
comprenant une region dielectrique partielle de transistor de champ for- 
mee dans sa partie superieure et une region de semiconducteur de tran- 
sistor de champ formee dans sa partie inferieure et remplissant la fonc- 
tion d'une partie de la couche SOI. 

Un trente-septieme aspect de la presente invention porte sur un 
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dispositif d semiconducteur ayant une structure SOI comprenant un 
substrat semiconducteur, une couche dielectrique enterree et une couche 
SOI. Conforrn6ment £ la pr6sente invention, le dispositif & semiconduc- 
teur comprend : une region de formation de dispositif dans laquelle un 
5 dispositif predetermine doit etre forme, la region de formation de disposi- 
tif etant etablie dans la couche SOI; une region desolation p6riph6rique 
form6e dans la couche SOI et entourant la region de formation de dispo- 
sitif, la region d'isolation p6ripherique comprenant une region d'isolation 
partielle ayant une region dielectrique partielle form6e dans sa partie su- 

10 p6rieure et une region de semiconducteur form6e dans sa partie inf6- 
rieure et remplissant la fonction d'une partie de la couche SOI, la region 
de semiconducteur etant form6e en contact avec la region de formation 
de dispositif et etant flottante. 

Un trente-huitieme aspect de la pr6sente invention porte sur un 

15 procede de fabrication d'un dispositif £ semiconducteur. Conformement £ 
la presente invention, le precede comprend les etapes suivantes : (a) on 
fournit un substrat SOI ayant une structure SOI comprenant un substrat 
semiconducteur, une couche dielectrique enterr6e f et une couche SOI; 
(b) on enieve seiectivement la couche SOI a partir du dessus d'une sur- 

20 face sup6rieure de celle-ci, de fa?on d ne pas p6n6trer dans la couche 
SOI, pour former une multiplicity de tranchees, gr&ce £ quoi des regions 
des couches SOI qui s'etendent entre la multiplicity de tranchees consti- 
tuent une multiplicite de regions de formation de dispositif; (c) on remplit 
chacune de la multiplicite de tranchees avec une pellicule dielectrique, la 

25 pellicule dielectrique dans Tune au moins de la multiplicite de tranchees 
et une partie de la couche SOI qui s'etend au-dessous de la tranchee ou 
des tranchees de la multiplicite de tranchees constituant une region 
d'isolation partielle; et (d) on forme un dispositif predetermine dans cha- 
cune de la multiplicite de regions de formation de dispositif. 

30 De preference, selon un trente-neuvieme aspect de la pr6sente 

invention, dans le procede du trente-huitieme aspect, la multiplicite de 
tranchees comprennent une premiere tranchee et une seconde tranchee, 
et la ou les tranchees de la multiplicite de tranchees comprennent la 
premiere tranchee. Le procede comprend en outre retape (e) consistant £ 

35 enlever davantage la couche SOI £ partir d'une partie inf6rieure de la se- 
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conde tranche, pour faire en sorte que la seconde tranchee s'etende a 
trayers la couche SOI, l'etape (e) etant accomplie apres l'etape (b) et 
avant l'etape (c). L'etape (c) fait en sorte que la pe.licu.e dielectrique 
dans la premiere tranchee et une partie de la couche SOI qui s'etend au- 
dessous de la premiere tranchee constituent la region isolation par- 
t.el.e, et fait en sorte que la peliicule dielectrique dans ia seconde tran- 
chee s'etendant a travers la couche SOI constitue une region d'isolation 
complete. 

De preference, selon un quarantine aspect de la presente in- 
vents, dans le precede du trente-neuvieme aspect, la seconde tranchee 
a une largeur superieure a celle de la premiere tranchee, et l'etape (b) 
comprend .es etapes suivantes : (b-1) on forme des elements de paroi 
laterale sur des surfaces laterales des premiere et seconde tranchees 
respectivement, de facon a recouvrir une surface de fond de la premiere 
tranchee et a laisser a nu le centre d'une surface de fond de la seconde 
tranchee; et (b-2) on fait penetrer la couche SOI sous le centre de la se- 
conds tranchee en utilisant les elements de paroi laterale a titre de mas- 
que. 

De preference, selon un quarante-et-unieme aspect de la pre- 
sente invention, le procede du trente-neuvieme aspect comprend en outre 
» etape (f) consistent a introduire une impurete dans des parties de la 
couche SOI qui s'etendent au-dessous de la multiplied de tranchees 
pour former des regions a concentration elevee, l'etape (f) etant accom- 
plie apres l'etape (b) et avant l'etape (e). 

Un quarante-deuxieme aspect de la presente invention porte 
sur un procede de fabrication d'un dispositif a semiconducteur Confor- 
mant a la presente invention, le procede comprend les etapes suivan- 
tes : (a) on fournit un substrat SOI ayant une structure SOI comprenant 
un substrat semiconducteur, une couche dielectrique enterree. et une 
couche de si.icium; (b) on enleve selectivement la couche de silicium 
pour former une partie de traversee s'etendant a travers la couche de 
s.l.c,um; (c) on remplit avec une premiere peliicule dielectrique la partie 
de traversee s'etendant a travers ia couche de silicium, de facon que .a 
premiere la peliicule dielectrique s'e.eve a partir d'une surface superieure 
de la couche de silicium, et on forme selectivement une seconde peliicule 
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dielectrique sur la couche de silicium; (d) on forme une couche epitaxiale 
par croissance epitaxiale vers le haut £ partir d'une partie de la surface 
superieure de la couche de silicium qui n'est pas recouverte par la se- 
conde pellicule dielectrique, la couche de silicium et la couche epitaxiale 
5 constituant une couche SOI, la seconde pellicule dielectrique et une par- 
tie de la couche de silicium qui s'etend au-dessous de la seconde pelli- 
cule dielectrique constituant une region d'isoiation partielle, la premiere 
pellicule dielectrique constituant une region d'isoiation complete; et (e) 
on forme un dispositif predetermine dans chacune d'une multiplicity de 
10 regions de formation de dispositif qui sont isoiees les unes des autres 
par une region parmi la region d'isoiation partielle et la region d'isoiation 
complete. 

Un quarante-troisieme aspect de la presente invention porte sur 
un procede de fabrication d'un dispositif £ semiconducteur. Conform6- 

15 ment £ la presente invention, le proc6d6 comprend les Stapes suivantes : 
(a) on fournit un substrat SOI ayant une structure SOI comprenant un 
substrat semiconducteur, une couche dielectrique enterree, et une cou- 
che SOI; (b) on enl6ve selectivement la couche SOI pour former une mul- 
tiplicite de tranch6es s'etendant a travers la couche SOI et comprenant 

20 une premiere tranch6e et une seconde tranchee, grace a quoi des re- 
gions de la couche SOI qui s'etendent entre la multiplicity de tranch6es 
constituent une multiplicity de regions de formation de dispositif; (c) on 
depose selectivement une couche de silicium polycristallin sur des surfa- 
ces de fond et laterales de la premiere tranchee; (d) on remplit les pre- 

25 mi6re et seconde tranchees avec une pellicule dielectrique; (e) on oxyde 
partiellement la couche de silicium polycristallin dans la premiere tran- 
chee, dans une direction orientee a partir d'une ouverture de la premiere 
tranchee vers le fond de celle-ci f la pellicule dielectrique dans la pre- 
miere tranchee et la couche de silicium polycristallin Iaiss6e non oxyd6e 

30 dans la premiere tranchee constituant une region d'isoiation partielle, la 
pellicule dielectrique dans la seconde tranchee constituant une region 
d'isoiation complete; et (f) on forme un dispositif predetermine dans cha- 
cune de la multiplicity de regions de formation de dispositif. 

Un quarante-quatrieme aspect de la presente invention porte 

35 sur un proc6de de fabrication d'un dispositif £ semiconducteur. Confor- 
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moment a la presente invention, le procede comprend les etapes suivan- 
tes : (a) on fournit un substrat SOI ayant une structure SOI comprenant 
un substrat semiconducteur, une couche dielectrique enterree et une 
couche SOI; (b) on enleve selectivement la couche SOI pour former une 
multiplicite de regions de formation de dispositif; (c) on attaque de facon 
isotrope la couche dielectrique enterree, tout en masquant la multiplicite 
de regions de formation de dispositif, de facon qu'une surface de fond de 
parties d'extremites de I'une au moins de la multiplicite de regions de 
formation de dispositif soit mise a nu, et qu'une partie superieure de la 
couche dielectrique enterree soit enlevee, pour former ainsi un trou; (d) 
on remplit le trou avec une couche de silicium polycristallin pour former 
une region de corps comprenant la couche de silicium polycristallin et 
connectee electriquement a la surface de fond des parties d'extremites 
de la region ou des regions de la multiplicite de regions de formation de 
dispositif; (e) on isole les unes des autres de facon dielectrique la multi- 
plicite de regions de formation de dispositif dans la couche SOI; et (f) on 
permet a la region de corps de fixer un potentiel electrique de facon ex- 
terne et on forme un dispositif predetermine dans chacune de la multipli- 
cite de regions de formation de dispositif. 

De preference, selon un quarante-cinquieme aspect de la pre- 
sente invention, dans le procede du quarante-quatrieme aspect, I'etape 
(d) comprend les etapes suivantes : (d-1) on forme une couche epitaxiale 
dans le trou par croissance epitaxiale a partir de la surface de fond des 
parties d'extremites de la region ou des regions de la multiplicite de re- 
gions de formation de dispositif; et (d-2) on remplit le trou avec la couche 
de silicium polycristallin de facon que la couche de silicium polycristallin 
soit en contact avec la couche epitaxiale, pour former la region de corps 
constitute par la couche epitaxiale et la couche de silicium polycristallin. 

De preference, selon un quarante-sixieme aspect de la presente 
invention, dans le procede du trente-huitieme aspect, I'etape (d) com- 
prend I'etape (d-1) consistant a irnplanter une impurete d'un premier type 
de conductivity de facon a etablir un maximum d'une distribution de con- 
centration d'impurete dans une partie superieure de la couche SOI, et a 
occasionner un phenomene de canalisation, pour former une region ac- 
tive du dispositif predetermine. 
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Selon un quarante-septieme aspect de la presente invention, un 
proc6d6 de fabrication d'un dispositif d semiconducteur comprend les 
etapes suivantes : (a) on fournit un substrat SOI ayant une structure SOI 
comprenant un substrat semiconducteur, une couche dielectrique enter- 
5 r6e ( et une couche SOI; (b) on forme selectivement au moins une pre- 
miere tranch6e s'etendant a travers la couche SOI a partir d'une surface 
superieure de celle-ci; (c) on forme seiectivement une multiplicity de se- 
condes tranchees qui ne s'etendent pas £ travers la couche SOI a partir 
de la surface superieure de celle-ci, gr&ce £ quoi des regions de la cou- 

10 che SOI qui s'etendent entre la multiplicity de secondes tranch6es cons- 
tituent une multiplicite de regions de formation de dispositif, la multipli- 
city de secondes tranchees comprenant une tranchee combin6e et une 
tranchee non traversante, la tranch6e combinee contenant la ou les pre- 
mieres tranchees et ayant une largeur superieure £ celle de la premiere 

15 tranch6e ou des premieres tranchees, pour inclure ainsi une partie tra- 
versante dans laquelle la premiere ou les premieres tranchees sont for- 
m6es, et une partie non traversante qui est le reste de la tranch6e com- 
binee, la tranchee non traversante comprenant seulement une partie non 
traversante sans contenir la ou les premieres tranchees; (d) on remplit 

20 avec une pellicule dielectrique chaque tranchee parmi la tranchee combi- 
nee et la tranchee non traversante, la pellicule dielectrique dans la partie 
non traversante de la tranchee combin6e et la partie de la couche SOI 
qui s'etend au-dessous de la partie non traversante de la tranchee com- 
binee constituant une partie d'isolation partielle, la pellicule dielectrique 

25 dans la partie traversante constituant une partie d'isolation complete, la 
partie d'isolation partielle et la partie d'isolation complete constituant une 
region d'isolation combinee, la pellicule dielectrique dans la tranchee non 
traversante et une partie de la couche SOI qui s'etend au-dessous de la 
tranchee non traversante constituant une region d'isolation partielle; et 

30 (e) on forme un dispositif predetermine dans chacune de la multiplicite de 
regions de formation de dispositif. 

Un quarante-huitieme aspect de la presente invention porte sur 
un procede de conception d'un dispositif a semiconducteur comprenant 
un substrat semiconducteur, une couche dielectrique enterr6e, et une 

35 couche SOI dans laquelle un dispositif CMOS doit §tre forme. Conform6- 
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ment a la presente invention, le precede comprend les etapes suivantes ■ 
(a), on obtient des donnees passees concernant un dispositif CMOS com- 
prenant un premier transistor MOS d'un premier type de conductivity for- 
me dans une region de caisson et un second transistor MOS d'un second 
type de conductivity forme a Texterieur de la region de caisson- (b) on 
defm.t une premiere region de formation de transistor MOS du premier 
type de conductivity et une seconde rygion de formation de transistor 
MOS du second type de conductivity, sur la base des donnyes passyes- 
et (c) on definit une rygion d'isolation complete comprenant une rygion 
d.yiectrique compiyte s'etendant a travers la couche SOI au voisinage 
d'une pyriphyrie extyrieure de la rygion de caisson definie par les don- 
nyes passyes. 

Comme decrit ci-dessus. dans le dispositif a semiconducteur 
conforme au premier aspect de la presente invention, au moins une partie 
de la ryg,on ou des rygions d'isolation comprend la rygion d'isolation 
partielle ayant la rygion dielectrique partielle formye dans sa partie su P y. 
neure et la rygion de semiconducteur formye dans sa partie inferieure et 
constituant une partie de la couche SOI, la rygion de semiconducteur 
etant formye en contact avec Tune au moins de la multiplicity de rygions 
de formation de dispositif et la rygion de corps. Par consequent la ry- 
g.on diyiectrique partielle isole les unes des autres de facon dielectrique 
la mult.pl.cite de rygions de formation de dispositif, et la region de semi- 
conducteur et la rygion de corps fixent le potentiel electrique de la rygion 
ou des rygions de formation de dispositif. 

II en rSsulte qu'on obtient le dispositif a semiconducteur ayant 
la structure SOI dans laquelle la region ou les rygions de formation de 
dispositif prysentent un effet de substrat flottant ryduit. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au second aspect 
de la presente invention, la multiplicity de premiyres rygions de formation 
de dispositif sont isolees les unes des autres par la prendre rygion 
d'.solation partielle, et la multiplicity de secondes rygions de formation 
de dispositif sont isolees les unes des autres par la seconde rygion 
d'.solat.on partielle. La rygion d'isolation complete s'ytendant a travers la 
couche SOI assure I'isolation entre la multiplicity de premiyres rygions de 
format.on de dispositif et la multiplicity de secondes rygions de formation 
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de dispositif. Ceci permet d'isoler compietement les unes des autres, de 
fa^on di6lectrique, les regions de formation de dispositif pour differents 
types de dispositifs, et reduit I'effet de substrat flottant des regions de 
formation de dispositif pour le mfime type de dispositifs. 
5 Dans le dispositif d semiconducteur conforme au troisieme as- 

pect de la pr6sente invention, la multiplicity de regions de formation de 
dispositif pour le premier circuit sont Isoldes les unes des autres par la 
region desolation complete s'6tendant d travers la couche SOI, et la mul- 
tiplicity de regions de formation de dispositif pour le second circuit sont 

10 isolees les unes des autres par la region d'isolation partielle. 

Ainsi, un circuit pour lequel I'influence de I'effet de substrat 
flottant est s6rieusement prise en consideration peut etre traite comme le 
second circuit, et un circuit pour lequel il n'est pas necessaire de prendre 
serieusement en consideration I'influence de I'effet de substrat flottant 

15 peut etre traite comme le premier circuit. Ceci procure une isolation di- 
electrique appropri6e bas£e sur les propriet6s des circuits d former. 

Dans le dispositif £ semiconducteur conforme au quatri6me as- 
pect de la pr6sente invention, la premiere couche SOI partielle a une 
6paisseur inf£rieure & celle de la seconde couche SOI partielle. La multi- 

20 plicite de regions de formation de dispositif pour le premier circuit sont 
form6es dans la premiere couche SOI partielle, et la multiplicite de re- 
gions de formation de dispositif pour le second circuit sont form6es dans 
la seconde couche SOI partielle. 

Ainsi, en utilisant la difference d'§paisseur entre les premiere et 

25 seconde couches SOI partielles, une tranch6e pour I'isolation complete 
qui s'etend a travers la premiere couche SOI partielle et une tranchee 
pour ('isolation partielle qui ne s'etend pas d travers la seconde couche 
SOI partielle peuvent etre fornixes simultan&ment respectivement dans 
les premiere et seconde couches SOI partielles. Ceci simplifie les etapes 

30 de fabrication. 

Dans le dispositif & semiconducteur conforme au cinqui6me as- 
pect de la pr6sente invention, la region d'isolation complete s'etendant & 
travers la couche SOI procure une isolation entre la region de formation 
de dispositif pour le circuit predetermine et la region de formation de dis- 

35 positif pour le circuit autre que le circuit predetermine. Par consequent, 
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le circuit autre que le circuit predetermine^ peut exclure complement 
I'influence du circuit predetermine. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au sixieme aspect 
de ia presente invention, la region active du dispositif forme dans la r6- 
gion de formation de dispositif isolee par la region d'isolation partielle, 
est formee a une profondeur a partir de la surface de la couche SOI qui 
est inferieure a la profondeur a laquelle la region d'isolation partielle est 
formee. Ceci minimise la degradation des caracteristiques d'isolation de 
la region d'isolation partielle. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au septieme as- 
pect de la presente invention, la region de semiconducteur comprend la 
region de silicium polycristallin. Par consequent, la region de semicon- 
ducteur est form6e avec une precision eiev6e. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au huitieme as- 
pect de la presente invention, la region d'isolation dieiectrique partielle 
comprend la pellicule a faible constante dieiectrique. Ceci minimise la 
perturbation qui est occasionnee par la capacite de la region d'isolation 
dieiectrique partielle. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au neuvieme as- 
20 pect de la presente invention, la region dieiectrique partielle comprend la 
pellicule dieiectrique partielle form6e au moins sur fa surface Iat6rale, et 
la pellicule a faible constante dieiectrique formee dans les autres re- 
gions. La pellicule dieiectrique partielle peut effectivement att6nuer I'in- 
fluence du dispositif dispose dans une relation laterale avec la region 
25 dieiectrique partielle. En meme temps, la perturbation occasionn§e par la 
capacite de la region dieiectrique partielle est attenuee. 

Le dispositif a semiconducteur conforme au dixieme aspect de 
la presente invention comprend la multiplicite de regions d'isolation dont 
Tune au moins a la largeur predetermine et s'etend de facon pratique- 
30 ment perpendiculaire a la surface du substrat semiconducteur. Ceci as- 
sure I'isolation des dispositifs sans reduire le degr6 d'integration. 

Le dispositif a semiconducteur conforme au onzieme aspect de 
la presente invention comprend la region de corps formee en contact 
avec la surface sup6rieure ou inferieure de I'une au moins de la multipli- 
35 cite de regions de formation de dispositif. Par consequent, la region de 
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corps peut fixer le potentiel electrique de la region ou des regions de 
formation de dispositif. 

Dans le dispositif £ semiconducteur conforme au douzi6me as- 
pect de la prSsente invention, la region de corps est form£e dans la par- 
5 tie sup6rieure de la couche dielectrique enterree se trouvant au-dessous 
de la couche SOI, pour minimiser les effets nuisibles sur les caract£risti- 
ques d'isolation de dispositifs dans la region dMsolation. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au treiziSme as- 
pect de la prSsente invention, la region de corps s'etend £ travers la cou- 
10 che dielectrique enterree. Par consequent, le potentiel electrique de la 
region ou des regions de formation de dispositif peut etre fixe par I'inter- 
mediaire de la region de corps plac6e plus pr&s du substrat semiconduc- 
teur. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au quatorzieme 
15 aspect de la presente invention, la region de corps est formee sur la re- 
gion ou les regions de formation de dispositif, et en contact avec la sur- 
face superieure de la region ou des regions de formation de dispositif. La 
region de corps est done form6e relativement ais6ment. 

Dans le dispositif 3 semiconducteur conforme quinzieme aspect 
20 de la presente invention, au moins une partie de la region ou des regions 
d'isolation comprend en outre la region d'isolation combinee incluant la 
region d'isolation partielle et la region dielectrique complete s'etendant d 
travers la couche SOI, la region d'isolation partielle et la region dielectri- 
que complete etant mutuellement continues. Deux au moins des regions 
25 de formation de dispositif qui sont mutuellement isoiees par la region 
d'isolation combin&e sont completement isoiees Tune de ('autre de fa$on 
dielectrique par la region dielectrique complete de la region d'isolation 
combin6e. 

Le dispositif £ semiconducteur conforme au seizi&me aspect de 
30 la presente invention comprend la region d'isolation partielle ayant la 
surface sup6rieure plane et uniforme, ce qui facilite la definition de motif 
pour former les elements constitutifs d'un dispositif predetermine, par 
exemple P6lectrode de grille d'un transistor MOS. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au dix-septteme 
35 aspect de la presente invention, Tepaisseur de la region de semiconduc- 
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teur de la region d'isolation combinee n'est pas superieure a la moitie de 
I'epaisseur de la couche SOI. Par consequent, la region d'isolation com- 
binee procure une caracteristique correspondant a un degre d'isolation 
suffisamment eleve. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au dix-huitieme 
aspect de la presente invention, la largeur de la region dielectrique com- 
plete de la region d'isolation combinee n'est pas superieure a la moitie 
de la largeur de la region d'isolation combinee. La region de semicon- 
ducteur de la region d'isolation partielle constituant la region d'isolation 
combinee a une aire suffisante, et le potentiel electrique d'une region de 
formation de dispositif en contact avec la region de semiconducteur est 
fixe avec stability. 

Le dispositif a semiconducteur conforme au dix-neuvieme as- 
pect de la presente invention comprend la region d'isolation complete 
15 formee au moins au voisinage de la frontiere entre la region de formation 
de transistor NMOS d'entree/sortie et la region de formation de transistor 
PMOS d'entree/sortie, pour ainsi supprimer effectivement le verrouillage 
3 I'etat passant. 

Le dispositif a semiconducteur conforme au vingtieme aspect de 
la presente invention comprend la region d'isolation complete formee en 
outre au voisinage de la frontiere entre la region de formation de tran- 
sistor d'entree/sortie et la region de formation de circuit interne. Ceci 
elimine complete I'influence de la region de formation de transistor d'en- 
tree/sortie, sensible a des bruits provenant de la region de formation de 
circuit interne. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au vingt-et- 
unieme aspect de la presente invention, la region d'isolation complete est 
formee dans ('emplacement de formation de region d'isolation complete 
situe a I'interieur de la region de formation de transistor PMOS au voisi- 
nage de la frontiere entre la region de formation de transistor NMOS et la 
region de formation de transistor PMOS. La region d'isolation partielle 
entoure la region de formation de transistor NMOS et la region de forma- 
tion de transistor PMOS, sauf dans ('emplacement de formation de region 
d'isolation complete. Par consequent, le potentiel electrique du substrat 
du transistor NMOS est fixe suffisamment, et ('isolation complete est as- 
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sur6e entre la region de formation de transistor NMOS et la region de 
formation de transistor PMOS, avec une efficacit6 elev6e en ce qui con- 
cerne I'aire occup6e. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au vingt- 

5 deuxi&me aspect de la pr6sente invention, la region d'isolation partielle 
est form6e dans ('emplacement de formation de region d'isolation par- 
tielle situ6 au moins au voisinage de ia premiere extr6mit6 de I'6lectrode 
de grille de la region de formation de transistor MOS. La r6gion dielectri- 
que complete entoure la region de formation de transistor MOS, sauf 

10 dans ('emplacement de formation de region d'isolation partielle. Par con- 
s6quent, la region d'isolation complete isole pratiquement complement 
la region de formation de transistor MOS par rapport a sa r6gion environ- 
nante, tandis que le potentiel electrique de la region de formation de ca- 
nal au-dessous de I'electrode de grille du transistor MOS est effective- 

15 ment fix6. 

Le dispositif d semiconducteur conforme au vingt-troisi6me as- 
pect de la pr6sente invention comprend la region de corps incluant la re- 
gion de corps p6ripherique du second type de conductivity qui entoure la 
region d'isolation partielle periph6rique. Le fait de fixer le potentiel 6lec- 

20 trique de la r6gion de corps p6ripherique permet d la region de formation 
de transistor d'etre effectivement isolee de sa region environnante. 

Le dispositif a semiconducteur conforme au vingt-quatri&me as- 
pect de la pr§sente invention comprend la region de corps adjacente d la 
source, dispos6e en position adjacente d la region de source de la region 

25 de formation de transistor MOS, et connect&e en commun avec la region 
de source par la r6gion de fixation de potentiel electrique. Du fait que la 
region de corps adjacente £ la source est form6e en position adjacente d 
la r6gion de source, le degr6 d'int6gration est augmente en correspon- 
dance. 

30 Dans le dispositif a semiconducteur conforme au vingt- 

cinquteme aspect de la prfesente invention, la region de semiconducteur 
de la region d'isolation partielle comprend les premiere et seconde r6- 
gions de semiconducteur partielles, ayant des concentrations en impuret6 
differentes. Ceci procure la r6gion de semiconducteur convenant pour la 

35 caractdristique d'isolation de la region d'isolation partielle et la r6duction 
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de I'effet de substrat flottant. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au vingt-sixi6me 
aspect de la pr6sente invention, la premiere region de semiconducteur 
partielle ayant une concentration en impurete relativement elevee com- 
prend la region peripherique disposee en position adjacente a Tune de la 
multiplicity de regions de formation de dispositif qui doit etre isolee. Ceci 
renforce la resistance au claquage du fait de i'isolation de la region 
d'isolation partielle. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au vingt-septieme 
aspect de la presente invention, la premiere region de semiconducteur 
partielle ayant une concentration en impurete relativement elevee com- 
prend la region adjacente a I'electrode de grille de la region de formation 
de transistor MOS, et la seconde region de semiconducteur partielle 
ayant une concentration en impurete relativement faible comprend la re- 
gion adjacente au drain/source de la region de formation de transistor 
MOS. Ceci permet d'obtenir la reduction de la capacite de jonction PN et 
('augmentation de la resistance au claquage. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au vingt-huiti6me 
aspect de la pr6sente invention, le maximum de la concentration en impu- 
rete de la region de semiconducteur de la region d'isolation partielle est 
plus profond a partir de la surface de la couche SOI que le maximum de 
la concentration en impurete de la region de drain/source de la region de 
formation de transistor MOS. Ceci augmente la tension de claquage de la 
jonction PN de la region de drain/source et de la region de semiconduc- 
teur. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au vingt- 
neuvieme aspect de la presente invention, le maximum de la concentra- 
tion en impurete de ia region de formation de canal de la region de for- 
mation de transistor MOS est plus profond a partir de la surface de la 
couche SOI que le maximum de la concentration en impurete de la region 
de semiconducteur de la region d'isolation partielle. Par consequent, la 
tension de seuil du transistor MOS ne depasse pas une valeur d6sir6e. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au trentieme as- 
pect de la pr6sente invention, la concentration en impurete de la pre- 
miere region de semiconducteur partielle form6e en position adjacente a 
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la region dielectrique complete est plus elev6e que celle de la seconde 
r6gidn de semiconducteur partielle qui est le teste de la region de semi- 
conducteur. Ceci a att6nu6 des conditions indesirables resultant de con- 
traintes appliqu6es d la couche SOL 
5 Dans le dispositif £ semiconducteur conforme au trente-et- 

unieme aspect de la pr6sente invention, le rayon de courbure de la partie 
de coin de fond de la region d'isolation partielle est superieur £ celui de 
sa partie de coin de surface, grace & quoi les contraintes appliqu6es £ la 
couche SOI sont attenu6es, tandis que la largeur d'isolation est r6duite. 

10 Dans le dispositif a semiconducteur conforme au trente- 

deuxieme aspect de la pr6sente invention, le rayon de courbure de la 
partie consistant en une marche, definie entre la region dielectrique com- 
plete et la region dielectrique partielle, est inferieur a celui de la partie 
de coin de fond de la region dielectrique partielle dans la region d'isola- 

15 tion combinee. Par consequent, les contraintes appliqu6es a la couche 
SOI sont attenu6es, tandis que la largeur d'isolation est r6duite. 

Le dispositif £ semiconducteur conforme au trente-troisifeme 
aspect de la pr6sente invention comprend la region d'isolation complete 
form6e sous la region de formation d'inductance, ce qui r6duit la capacite 

20 parasite associ6e a Tel6ment consistant en une inductance. 

Dans le dispositif £ semiconducteur conforme au trente- 
quatrieme aspect de la prSsente invention, la region de corps comprend 
la region de corps connectee a la grille, qui est connectee eiectriquement 
d reiectrode de grille du transistor MOS forme dans la region de forma- N 

25 tion de transistor MOS, et la region d'isolation partielle entoure la region 
de formation de transistor MOS. Ceci ameliore les performances du tran- 
sistor DT-MOS qui fixe au mSme potentiel reiectrode de grille et la region 
de corps connectee a la grille. 

Dans le dispositif £ semiconducteur conforme au trente- 

30 cinquieme aspect de la pr6sente invention, la profondeur de la region ac- 
tive du dispositif est commandee de fa?on que la couche de depletion 
s'etendant a partir de la region active n'atteigne pas la couche d'isolation 
enterree dans un 6tat de polarisation nulle. Ceci r6duit la capacite de 
jonction entre la region de semiconducteur de la region d'isolation par- 

35 tielle et la region active. 
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Dans le dispositif a semiconducteur conforme au trente-sixieme 
aspect de la presente invention, le transistor de champ comprend la par- 
t.e de grille formee entre les premiere et seconde regions actives et com- 
prenant la region dielectrique partielle de transistor de champ formee 
.dans sa partie superieure, et la region de semiconducteur de transistor 
de champ formee dans sa partie inferieure, et constituant une partie de la 
couche SOI. 

Du fait que la partie de grille a une structure fondamentalement 
sim.laire a celle de la region d'isolation partielle, la partie de grille et la 
reg.on d'isolation partielle peuvent etre formers en meme temps, grace a 
quoi le transistor de champ est forms relativement aisement. 

Dans le dispositif a semiconducteur conforme au trente- 
septieme aspect de la presente invention, la region d'isolation periph6ri- 
que comprend la region d'isolation partielle ayant la region dielectrique 
part.elle formee dans sa partie superieure et la region de semiconducteur 
formee dans sa partie inferieure, et constituant une partie de la couche 
SOI. La region de semiconducteur de la region d'isolation partielle est 
formee en contact avec la region de formation de dispositif et est flot- 
tante. La region dielectrique partielle isole la region de formation de dis- 
positif vis-a-vis de sa region environnante, et la region de semiconduc- 
teur d.sperse les porteurs generes par ionisation par chocs dans la re- 
g.on de formation de dispositif, et la charge 6lectrique generee par des 
rayons cosmiques. Par consequent, I'augmentation de potentiel electri- 
que est reduite. et la resistance a des erreurs fugitives est renforcee. 

Dans le dispositif a semiconducteur fabrique par le proced6 
conforme au trente-huitieme aspect de la presente invention, une region 
de formation de dispositif incluse dans la multiplicite de regions de for- 
mation de dispositif. et isolee par la pellicule dielectrique dans la ou les 
tranchees et la partie de la couche SOI qui s'etend au-dessous de la 
tranchee ou des tranchees, est isolee avec I'effet de substrat flottant at- 
tenue. 

La multiplicite de regions de formation de dispositif formees par 
le procede conforme au trente-neuvieme aspect de la presente invention 
sont rsolees par la pellicule dielectrique dans la premiere tranchee et par 
la partie de la couche SOI qui s'etend au-dessous de la premiere tran- 
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ch6e, avec I'effet de substrat flottant attenue, et elles sont completement 
isol6es par la pellicule dielectrique dans la seconde tranch6e s'etendant 
d travers la couche SOI. 

Le procede conforme au quarantieme aspect de la pr6sente in- 
5 vention utilise la difference de largeur entre les premiere et seconde 
tranches pour p6n6trer dans la couche SOI au-dessous du centre de la 
seconde tranch6e en utilisant a titre de masque les Elements de paroi 
laterale, pour ainsi former seiectivement la region d'isolation partielle et 
la region d'isolation complete sans utiliser une r&sine photosensible. 

10 Dans le procede conforme au quarante-et-unieme aspect de la 

pr6sente invention, Timpurete est introduite dans les parties de la couche 
SOI qui s'etendent au-dessous de la multiplicite de tranches, pour for- 
mer les regions £ concentration elev6e. Grace & ceci, le potentiel eiectri- 
que de la region de formation de dispositif en contact avec les regions d 

15 concentration 6lev6e peut etre fixe d travers les regions & concentration 
6lev6e, avec une bonne stabilite. 

Dans le procede conforme au quarante-deuxidme aspect de la 
pr6sente invention, la couche SOI constitute par la couche de silicium et 
la couche epitaxiale a de bonnes caracteristiques cristallines. 

20 Dans le procede conforme au quarante-troisieme aspect de la 

presente invention, la pellicule dielectrique dans la premiere tranchee et 
la couche de silicium polycristallin restant dans la premiere tranchee 
constituent la region d'isolation partielle. Par consequent, la couche de 
silicium polycristallin connectee eiectriquement a une region de formation 

25 de dispositif a une 6paisseur bien d£finie. 

Dans le procede conforme au quarante-quatri&me aspect de la 
pr6sente invention, le trou forme dans la couche dielectrique enterr6e est 
rempli avec-la couche de silicium polycristallin pour former la region de 
corps connect6e eiectriquement a la region ou aux regions de formation 

30 de dispositif. 

Par consequent, la region de corps est form6e dans la couche 
dielectrique enterree s'etendant au-dessous de la couche SOI, pour mi- 
nimiser I'effet nuisible sur I'isolation dielectrique que procure la region 
d'isolation. 

35 Dans le procede conforme au quarante-cinquieme aspect de la 
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presente invention, la region de corps comprend la couche epitaxiale 
formee par croissance epitaxiale a partir de la surface inferieure des par- 
ties d'extremites de la region ou des regions de formation de dispositif, et 
la couche de silicium polycristallin. 

Par consequent, I'existence de la couche epitaxiale autorise 
une distance suffisante entre un dispositif forme dans la region ou les 
regions de formation de dispositif, et la couche de silicium polycristallin. 
De ce fait, le dispositif a semiconducteur fabrique par le procede du qua- 
rante-cinquieme aspect offre des caracteristiques electriques satisfai- 
santes. 

Dans le procede conforme au quarante-sixieme aspect de la 
presente invention, I'etape (d) comprend I'etape d'implantation de I'impu- 
rete du type de conductivite predetermine de facon a etablir le maximum 
de la distribution de concentration en impuret6 dans la partie superieure 
de la couche SOI et a occasionner un phenomene de canalisation, pour 
former la region active du dispositif predetermine. Ceci procure la region 
active du dispositif predetermine qui permet au maximum de la concen- 
tration en impurete de se trouver dans la partie superieure de la couche 
SOI, et qui contient I'impurete repartie jusqu'a la surface de la pellicule 
dielectrique enterree, a cause du phenomene de canalisation. 

Dans le procede conforme au quarante-septieme aspect de la 
presente invention, les etapes (b) et (c) peuvent etre accomplies pour 
former simultaneities la tranchee combinee pour la region d'isolation 
combinee et la tranchee non traversante pour ia region d'isolation par- 
tielie. 

Dans I'etape (c) du procede conforme au quarante-huitieme as- 
pect de la presente invention, la region d'isolation complete comprenant 
la region dielectrique complete s'etendant a travers la couche SOI, est 
definie au voisinage de la peripherie exterieure de la region de caisson 
des donnees passees. Par consequent, le procede utilise effectivement 
les donnees passees pour definir la region d'isolation complete qui isole 
effectivement I'une de I'autre les premiere et seconde regions de forma- 
tion de transistor MOS. 

Un but de la presente invention est done de procurer un dispo- 
sitif a semiconducteur ayant une structure SOI qui parvient a reduire 
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I'effet de substrat flottant. 

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention seront 
mieux compris a la lecture de la description qui va suivre de modes de 
realisation, donnes a titre d'exemples non limitatifs. La suite de la des- 
5 cription se r6fere aux dessins annexes, dans lesquels ; 

La figure 1 est une coupe d'une premiere forme d'un dispositif £ 
semiconducteur ayant une structure SOI conforme a un premier mode de 
realisation pref6r6 de la pr6sente invention; 

La figure 2 est une coupe de la premiere forme du premier 
10 mode de realisation prefere; 

La figure 3 est une vue en plan de la premiere forme du premier 
mode de realisation pr6f6r6; 

La figure 4 est une coupe d'une seconde forme du dispositif £ 
semiconducteur conforme au premier mode de realisation pref6r6; 
15 La figure 5 est une coupe d'une premiere forme d'un second 

mode de realisation prefere conforme h la pr6sente invention; 

La figure 6 est une coupe d'une seconde forme du second mode 
de realisation prefere; 

La figure 7 est une coupe d'une troisieme forme du second 
20 mode de realisation pr6f6re; 

Les figures 8 a 11 sont des coupes montrant un premier pro- 
cessus d'isolation conforme au second mode de realisation prefere; 

Les figures 12 et 13 sont des coupes montrant un processus de 
formation de region de caisson d concentration eievee; 
25 Les figures 14 a 18 sont des coupes montrant un second pro- 

cessus d'isolation conforme au second mode de realisation pref6r6; 

Les figures 19 a 22 sont des coupes montrant un troisieme pro- 
cessus d'isolation conforme au second mode de realisation pr6fer6; 

Les figures 23 d 27 sont des coupes montrant un quatrieme 
30 processus d'isolation conforme au second mode de realisation pref6r6; 

La figure 28 est une coupe d'une premiere forme d'un troisieme 
mode de realisation pr6f6r6 conforme a la presente invention; 

La figure 29 est une coupe d'une seconde forme du troisieme 
mode de realisation prefere; 
35 Les figures 30 et 31 sont des coupes d'une structure SOI con- 
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forme a un quatrieme mode de realisation prefere de la presente inven- 
tion; 

La figure 32 est une coupe d'une autre structure SOI conforme 
au quatrieme mode de realisation prSfere; 

Les figures 33 a 37 sont des coupes montrant un processus 
d'isolation conforme au quatrieme mode de realisation pr6f6r6; 

La figure 38 est une coupe d'une premiere forme d'un cin- 
quieme mode de realisation prefers conforme a la presente invention; 

La figure 39 est une coupe d'une seconde forme du cinquieme 
mode de realisation prefere; 

La figure 40 est une coupe d'une troisi6me forme du cinquieme 
mode de realisation prefere; 

La figure 41 est une coupe d'une premiere forme d'un sixi6me 
mode de realisation prefere conforme £ la presente invention; 

La figure 42 est une coupe d'une seconde forme du sixieme 
mode de realisation prefere; 

Les figures 43 a 45 sont des coupes montrant un premier pro- 
cessus de formation de region de connexion conforme au sixidme mode 
de realisation prefere; 

Les figures 46 a 48 sont des coupes montrant un second pro- 
cessus de formation de region de connexion conforme au sixieme mode 
de realisation prefere; 

Les figures 49 a 51 sont des coupes montrant un troisieme pro- 
cessus de formation de region de connexion conforme au sixieme mode 
de realisation pr6f6r6; 

La figure 52 est une coupe d'une troisieme forme du sixieme 
mode de realisation prefer6; 

La figure 53 est une coupe d'une quatrieme forme du sixieme 
mode de realisation pr6fer6; 

La figure 54 est une coupe d'une cinquieme forme du sixieme 
mode de realisation pr6fer6; 

La figure 55 est une coupe d'une quatrieme forme du second 
mode de realisation pref6r6; 

La figure 56 est une coupe d'une cinquieme forme du second 
mode de realisation pr6fer6; 
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La figure 57 est une coupe d'une sixieme forme du second 
mode de realisation prefer^; 

Les figures 58 a 62 sont des coupes montrant un cinquieme 
processus d'isolation conforme au second mode de realisation pref6r6, 
5 La figure 63 illustre un proced6 de definition d'une region 

d'isolation complete conforme a un septieme mode de realisation prefere 
de la pr§sente invention; 

La figure 64 illustre le phenomene de verrouillage a I'etat pas- 
sant; 

10 La figure 65 est une coupe d'une premiere forme d'un huitidme 

mode de realisation prefere conforme £ la pr6sente invention; 
La figure 66 est un schema d'un circuit d ! entr6e; 
La figure 67 est un schema d'un circuit de sortie; 
La figure 68 est une coupe d'une seconde forme du huitieme 
15 mode de realisation pr6fer6; 

La figure 69 est une vue en plan d'une troisieme forme du hui- 
tieme mode de realisation pref6r6; 

La figure 70 est une vue en plan d'une premiere forme d'un 
neuvteme mode de realisation pr6fer6 conforme a la pr6sente invention; 
20 La figure 71 est une coupe selon la ligne A-A de la figure 70; 

La figure 72 est une vue en plan d'une seconde forme du neu- 
vi6me mode de realisation prefer^; 

La figure 73 est une coupe selon la ligne B-B de la figure 72; 
La figure 74 est une vue en plan d'une premiere forme d'un 
25 dixiSme mode de realisation prefere conforme a la pr6sente invention; 

La figure 75 est une vue en plan d'une seconde forme du 
dixieme mode de realisation prefere; 

La figure 76 est une vue en plan d'une premiere forme d'un on- 
zieme mode de realisation prefere conforme £ la pr6sente invention; 
30 La figure 77 est une vue en plan d'une seconde forme du on- 

zieme mode de realisation prefere; 

La figure 78 est une vue en plan d'une premiere forme d'un 
douzieme mode de realisation prefere conforme & la pr6sente invention; 

La figure 79 est une coupe selon la ligne C-C de la figure 78; 
35 La figure 80 est une vue en plan d'une seconde forme du dou- 
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zieme mode de realisation prefere; 

La figure 81 est une coupe selon la ligne D-D de la figure 80; 
La figure 82 est une vue en plan d'une troisieme forme du dou- 
zieme mode de realisation pr6f6r6; 

La figure 83 est une coupe d'un treizieme mode de realisation 
prefere conforme a la presente invention; 

La figure 84 illustre une caracteristique d'une premiere forme 
d'un quatorzieme mode de realisation prefere conforme a la presente in- 
vention; 

La figure 85 illustre une caracteristique d'une seconde forme du 
quatorzieme mode de realisation pr6fere; 

La figure 86 est une coupe d'une premiere forme d'un quin- 
zieme mode de realisation prefer^ conforme a la presente invention; 

La figure 87 est une vue en plan d'une seconde forme du quin- 
15 zieme mode de realisation prefer^; 

La figure 88 est une coupe d'une premiere forme d'un seizieme 
mode de realisation prefere conforme a la presente invention; 

La figure 89 est une coupe d'une seconde forme du seizieme 
mode de realisation prefere; 

La figure 90 est une coupe d'une premiere forme d'un dix- 
septieme mode de realisation prefere conforme a la presente invention; 

La figure 91 est un schema de circuit montrant une configura- 
tion de circuit du dix-septieme mode de realisation prefere; 

La figure 92 est une coupe d'une seconde forme du dix- 
septieme mode de realisation pr6fe>6; 

La figure 93 est une vue en plan d'un transistor DT-MOS d'un 
dix-huitieme mode de realisation pr6fere conforme a la presente inven- 
tion; 

La figure 94 est une coupe d'un dix-neuvieme mode de realisa- 
tion prefere conforme a la prdsente invention; 

La figure 95 est une coupe d'une premiere forme d'un vingtieme 
mode de realisation prSfere conforme a la presente invention; 

La figure 96 est un schema d'un circuit d'entree auquel des 
transistors de champ sont appliques, conformement au vingtieme mode 
de realisation pr6fer6; 
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La figure 97 est un schema d'un circuit de sortie auque! les 
transistors de champ sont appliques, conformement au vingtieme mode 
de realisation pr6f6r6; 

La figure 98 est une coupe d'une seconde forme du vingtifeme 
5 mode de realisation pref6r6; 

La figure 99 est une vue en plan d'une troisieme forme du ving- 
tieme mode de realisation pref6r6; 

La figure 100 illustre une distribution d'impurete dans une re- 
gion de drain/source; 
10 La figure 101 est une coupe selon la iigne E-E de la figure 74; 

et 

La figure 102 est une coupe d'un dispositif a semiconducteur de 
I'art ant6rieur ayant la structure SOI. 

Premier mode de realisation prefer6 

15 Les figures .1 a 3 montrent la structure d'un dispositif £ semi- 

conducteur ayant une structure SOI conforme k un premier mode de rea- 
lisation pref6r6 de la pr6sente invention. Les figures 1 et 2 sont des cou- 
pes, et la figure 3 est une vue en plan. Les coupes selon les lignes A-A 
et B-B correspondent respectivement aux figures 1 et 2. 

20 Comme represents sur les figures 1 a 3, le dispositif d semi- 

conducteur ayant la structure SOI constitute par un substrat en silicium 
1, une pellicule d'oxyde enterree 2 et une couche SOI 3, est forme de 
fa$on qu'une pellicule d'oxyde partielle 31 avec des regions de caisson 
formees au-dessous d'eile isole les unes des autres des regions de for- 

25 mation de transistor dans la couche SOI 3. Une region de caisson de type 
p 11 est formee au-dessous d'une partie de la pellicule d'oxyde partielle 
31 qui isole les uns des autres des transistors NMOS. Une region de 
caisson de type n 12 est formee au-dessous d'une partie de la pellicule 
d'oxyde partielle 31 qui isole les uns des autres des transistors PMOS. 

30 La region de caisson de type p 11 (plus proche des transistors NMOS) et 
la region de caisson de type n 12 (plus proche des transistors PMOS) 
sont formees au-dessous d'une partie de la pellicule d'oxyde partielle 31 
qui isole les uns des autres les transistors NMOS et PMOS. La region de 
caisson 11 est formee de fa?on d entourer les regions de drain et de 

35 source 5 et 6 d'un groupe de transistors NMOS, et la r6gion de caisson 
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12 est formee de facon a entourer les regions de drain et de source 5 et 
6 d/un groupe de transistors PMOS. Dans le premier mode de realisation 
prefere, une pellicule dielectrique inter-couche 4 recouvre la couche SOI 
3. 

Un seul transistor MOS isole d'autres transistors par la pellicule 
d'oxyde partielle 31 dans le premier mode de realisation prefere, com- 
prend une region de drain 5, une region de source 6 et une region de 
formation de canal 7 qui sont formees dans la couche SOI 3, une pelli- 
cule d'oxyde de grille 8 qui est formee sur la region de formation de ca- 
nal 7, et une electrode de grille 9 qui est formee sur la pellicule d'oxyde 
de grille 8. Une couche d'interconnexion 22 formee sur la pellicule di- 
electrique inter-couche 4 est connectee electriquement a la region de 
drain 6 ou la region de source 6 a travers un contact forme dans la pelli- 
cule dielectrique inter-couche 4. 

Comme illustre sur les figures 2 et 3, une region de corps 10 
est entouree par la region de caisson 11 dans la couche SOI 3. La region 
de corps 10 est en contact avec une partie adjacente de la region de 
caisson 11. Une couche d'interconnexion 25 formee sur la pellicule di- 
electrique inter-couche 4 est connectee electriquement a la region de 
corps 10 a travers un contact de corps 23 forme par la pellicule dielectri- 
que inter-couche 4. Une couche d'interconnexion 26 formee sur la pelli- 
cule dielectrique inter-couche 4 est connectee electriquement a I'elec- 
trode de grille 9 a travers un contact de grille 24 forme dans la pellicule 
dielectrique inter-couche 4. 

Ainsl, comme represents sur les figures 1 a 3, le dispositif a 
semiconductor du premier mode de realisation prefere differe du dispo- 
sitif a semiconducteur de I'art anterieur represents sur la figure 102 par 
le fait que la pellicule d'oxyde partielle 31 dans une region d'isolation 
n'atteint pas le fond de la couche SOI 3, et les regions de caisson 11 et 
12 dopees avec des impuretes du meme type de conductivite que la re- 
gion de formation de canal du transistor a isoler, sont formees au- 
dessous de la pellicule d'oxyde partielle 31. 

Par consequent, le potentiel electrique du substrat de chaque 
transistor NMOS est fixe par I'intermediaire de la couche d'interconnexion 
25, le contact de corps 23, la region de corps a concentration elevee 10 
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et la region de caisson 11. De fa?on similaire, le potentiel electrique du 
substrat de chaque transistor PMOS est fixe par I'intermediaire de la r6- 
gion de corps. 

Les details du dispositif a semiconducteur du premier mode de 
5 realisation pr6f6r6 sont decrits ci-dessous en se r6ferant aux figures 1 £ 
3, La pellicule d'oxyde enterree 2 a une epaisseur de I'ordre de 100 £ 
500 nm, et la couche SOI 3 a une epaisseur de I'ordre de 30 a 200 nm. 
La region de formation de canal 7 est form6e f par example, par I'implan- 
tation d'impuret6s d'un premier type de conductivity (impurete de type p 

10 pour les transistors NMOS, et impurete de type n pour les transistors 
PMOS) ayant une concentration de I'ordre de 10 17 a 10 18 impuretes/cm 3 . 
Les regions de drain et de source 5 et 6 adjacentes a la region de forma- 
tion de canal 7 sont formdes, par exemple, par ['implantation d'impuretes 
d'un second type de conductivity (impurete de type n pour les transistors 

15 NMOS, et impurete de type p pour les transistors PMOS), ayant une con- 
centration de Tordre de 10 19 a 10 21 impuretes/cm 3 . 

La pellicule d'oxyde partielle 31 pour isoler les uns des autres 
des transistors adjacents est form6e en laissant des parties inferieures 
de la couche SOI 3, qui sont de Tordre de 10 a 100 nm, pour la formation 

20 des regions de caisson. II est souhaitable en termes de micro-usinage 
que la surface sup6rieure de la pellicule d'oxyde partielle 31 soit au 
mfeme niveau que la surface de la couche SOI 3. Cependant, lorsque la 
couche SOI 3 est relativement mince, il est difficile de faire en sorte que 
la pellicule d'oxyde partielle 31 ait une epaisseur exig6e pour ('isolation. 

25 Par consequent, le fait d'6lever la surface sup6rieure de la pellicule 
d'oxyde partielle 31 jusqu'S un niveau sup6rieur £ celui de la surface de 
la couche SOI 3 ameiiore les performances d'isolation. 

Les r6gions de caisson 11 et 12 form6es au-dessous de la pel- 
licule d'oxyde partielle 31 pour isolation par pellicule d'oxyde sont du 

30 mfeme type de conductivity que la region de formation de canal (et ont 
une concentration en impurete qui est par exemple de 10 17 a 5 x 10 18 
impuretes/cm 3 ; la concentration en impurete des regions de caisson 11 et 
12 est 6gale ou superieure & celle de la region de formation de canal; un 
effet de prevention de claquage et les performances d'isolation sont 

35 d'autant meilleures que la concentration en impurete est eiev6e). 
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Comme represents sur la figure 2, la region de corps 10 est 
forrnee par I'implantation d'impuretes du meme type de conductivite que 
sa region de caisson 11 adjacente, et ayant une concentration relative- 
ment elevee de 10 19 a 10 21 impuretes/cm 3 . 

La region de corps 10 de la figure 2 s'etend verticalement a 
partir de la surface superieure jusqu'a la surface inferieure de la couche 
SOI 3, et le contact de corps 23 s'etend verticalement a travers la pelli- 
cule dielectrique inter-couche 4. Une region de corps comme celle repre- 
sentee sur la figure 4 peut etre formee a la place de la region de corps 
10. 

En se referant a la figure 4, on note qu'une region de corps 20 
est formee seulement dans une partie inferieure de la couche SOI 3, de 
facon a se conformer a la configuration du contact de corps 23 s'eten- 
dant a travers la pellicule dielectrique inter-couche 4 et la pellicule 
d'oxyde partielle 31. Dans ce cas, une region de caisson 28 est formee 
en position adjacente a la region de corps 20 au-dessous de la pellicule 
d'oxyde partielle 31. 

Pour la formation de la structure de la figure 4, il est souhaita- 
ble d'implanter des impuretes a concentration elevee pour la formation de 
la region de corps 20, apres la formation du contact. 

Pour I'isolation de dispositifs du meme type de conductivite, les 
regions de caisson 11 et 12 peuvent etre formees seulement par I'im- 
plantation d'impuretes du meme type de conductivite que la region de 
formation de canal. Cependant, pour I'isolation entre les transistors 
PMOS et NMOS, il est necessaire de former la region de caisson de type 
p 11 adjacente au transistor NMOS et la region de caisson de type n 12 
adjacente au transistor PMOS. 

Une telle structure SOI peut etre fabriquee en utilisant une 
technique d'isolation par tranchee partielle, conformement a un second 
mode de realisation prefere qu'on decrira ci-apres. 

Second mode de realisation prefere 
Premiere forme 

La figure 5 est une coupe d'une premiere forme du dispositif a 
semiconducteur ayant la structure SOI conforme au second mode de rea- 
lisation prefere de la presente invention. 
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Comme represents sur la figure 5, le second mode de realisa- 
tion pr6fer6 est adapts de fagon que la pellicule d'oxyde partielle 31 et la 
region de caisson 11 (12) form6e au-dessous d'elle isolent les uns des 
autres les transistors NMOS, et isolent les uns des autres les transistors 

5 ' PMOS, tandis qu'une pellicule d'oxyde complete 32 assure Tisolation en- 
tre les transistors PMOS et NMOS. Une telle configuration est plus 
avantageuse que la configuration du premier mode de realisation prefer6, 
dans la mesure ou elle reduit la largeur d'isolation entre les transistors 
PMOS et NMOS et empfeche le verrouillage a I'etat passant. 

10 Lorsque les regions de source et de drain 6 et 5 sont form6es 

par implantation ionique pour realiser la structure de la figure 5, il y a un 
danger que des ions implantes dans le but de former les regions de drain 
et de source 5 et 6 traversent la pellicule d'oxyde partielle 32 en p6n6- 
trant dans la region de caisson 11 (12) s'etendant au-dessous de la pelli- 

15 cule d'oxyde partielle 31 qui doit &tre du type de conductivity oppose d 
celui des regions de drain et de source 5 et 6, ce qui a pour effet de de- 
grader les caracteristiques d'isolation de la pellicule d'oxyde partielle 31 
et de la region de caisson 11. 

Seconde forme 

20 Pour 6viter une telle situation, il est preferable de former une 

region de drain 5s et une region de source 6s & une profondeur suffi- 
samment inferieure a l'6paisseur de la couche SOI 3, comme illustr6 dans 
une seconde forme du second mode de realisation pr6fer6 de la figure 6. 
En d'autres termes, les regions de drain et de source 5s et 6s doivent 

25 fetre moins profondes que la surface inferieure de la pellicule d'oxyde 
partielle 31. On peut effectuer une implantation ionique a faible energie 
pour former les regions de drain et de source 5s et 6s d une position de 
faible profondeur, comme represente sur la figure 6. 

De fa$on ideale, la region de drain 5s et la region de source 6s 

30 ont une profondeur qui remplit la condition selon laquelle une couche de 
depletion s'etendant £ partir de la source/drain atteint la pellicule d'oxyde 
en terree 2 dans un etat de polarisation nulle (dans lequel une tension de 
polarisation de 0 V est appliqu6e 3 une jonction PN). 

Ceci vient du fait que la couche de depletion de source/drain 

35 qui atteint la pellicule d'oxyde entente 2 dans l'6tat de polarisation nulle 
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renforce la caracteristique desolation d'une region d'isolation partielle 
comprenant la pellicule d'oxyde partielle 31 et la region de caisson 11 
(12), tout en r6duisant la capacity de jonction de la region de 
source/drain 5s/6s et de la region de caisson 11 (12). 

5 Troisieme forme 

Comme il lustre dans une troisieme forme du second mode de 
realisation pref6r6 de la figure 7, une pellicule d'oxyde 33 s'etendant 
verticalement a partir de la surface sup6rieure jusqu'a la surface inf 6- 
rieure de la couche SOI 3, d I'exception de parties de sa region inferieure 

10 qui remplissent la fonction d'une region de caisson 29, peut etre utilis6e 
pour realiser une isolation complete entre les transistors NMOS et PMOS. 
La troisieme forme du second mode de realisation pref6r6 peut ais6ment 
former une tranch6e pour la pellicule d'oxyde 33 simultan6ment d une 
tranch6e pour la pellicule d'oxyde partielle 31, pour augmenter ainsi la 

15 possibility d'avoir une disposition d'6l6ments plus commode que dans le 
cas de I'isolation utilisant la pellicule d'oxyde complete 32. 

L'isolation complete que procure la pellicule d'oxyde 33 est ap- 
pel6e ci-apr6s dans certains cas l'isolation procur6e par une region 
d'isolation combin6e, comprenant une region d'isolation complete et une 

20 region d'isolation partielle qui sont mutuellement continues, la region 
d'isolation complete comprenant une partie traversante de la pellicule 
d'oxyde 33 qui s'etend a travers la couche SOI 3, la region d'isolation 
partielle comprenant une partie non traversante de la pellicule d'oxyde 33 
qui ne s'etend pas d travers la couche SOI 3, et la region de caisson 29 

25 constituant une partie de la couche SOI 3 au-dessous de la partie non 
traversante. 

Quatrieme forme 

Dans une quatrieme forme du second mode de realisation pre- 
fer repr6sent§e sur la figure 55, la pellicule d'oxyde partielle 31 qui pro- 
30 cure une isolation partielle par elle-meme et la pellicule d'oxyde 33 de la 
region d'isolation combinee ont une surface superieure plane et uniforme, 
ce qui facilite la definition de motif pour la formation de I'eiectrode de 
grille 9. 
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Cinquieme forme 

La figure 56 est une coupe detaill6e de la pellicule d'oxyde 33 
de la region d'isolation combinee representee sur la figure 7. Comme re- 
pr6sente sur la figure 56, la pellicule d'oxyde 33 a une partie centrale (la 
partie traversante) s'etendant verticalement £ partir de la surface sup6- 
rieure jusqu'a la surface inf6rieure de la couche SOI 3, et une partie p6- 
ripherique (la partie non traversante) qui ne s'etend pas jusqu'a sa sur- 
face inf6rieure. La partie de la couche SOI 3 qui reste au-dessous de la 
partie p6riph6rique de la pellicule d'oxyde 33 constitue la region de cais- 
son 29. La pellicule d'oxyde 33 ayant une telle structure est form6e de 
fa9on £ verifier l'in§galite TA > TB f en d6signant par TA I'epaisseur de la 
partie de la couche SOI 3 qui s'etend au-dessus de la region de caisson 
29, et par TB I'epaisseur de la partie de la couche SOI 3 qui s'etend au- 
dessous de la partie p6riph6rique de la pellicule d'oxyde 33 (ou I'epais- 
seur de la region de caisson 29). Plus pr£cis£ment, I'epaisseur de la re- 
gion de caisson 29 est fix6e £ moins de la moitie de I'epaisseur (TA + 
TB) de la couche SOI 3. 

La formation de la pellicule d'oxyde 33 de fa$on que I'inegalite 
TA > TB soit v6rifiee t comme illustre dans la cinqui§me forme du second 
mode de realisation pr6fere ( augmente suffisamment une tension de seuil 
resultant de Pisolation que procure la pellicule d'oxyde 33 (ou une ten- 
sion de seuil lorsque la pellicule d'oxyde 33 est consid6r6e comme une 
pellicule d'oxyde de grille), pour offrir une tension de claquage d'isolation 
suffisamment eievee, et de plus elle reduit suffisamment I'aire d'une 
jonction PN de la region de drain/source en contact avec la region de 
caisson 29, et de la region de caisson 29, pour reduire la generation d'un 
courant de fuite. Ceci r6duit la capacite de la jonction PN pour parvenir £ 
un fonctionnement rapide du dispositif a semiconducteur. 

Sixieme forme 

La figure 57 est une coupe detailiee de la pellicule d'oxyde 33 
representee sur la figure 7. Comme repr6sent6 sur la figure 57, la pelli- 
cule d'oxyde 33 est form6e de fa?on £ verifier I'inegalite WC < WD/2, en 
d6signant par WC la largeur (qu'on appelle une largeur d'isolation com- 
plete) de la partie centrale de la pellicule d'oxyde 33 qui s'etend vertica- 
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lement £ partir de la surface superieure jusqu'a la surface inferieure de la 
couche SOI 3, et par WD la largeur (qu'on appelle une largeur d'isolation 
par oxyde) de la pellicule d'oxyde 33 entiere. 

La structure de la sixieme forme du second mode de realisation 

5 pr6f6r6 garantit une aire suffisante de la region de caisson 29 form6e au- 
dessous de la partie peripherique de la pellicule d'oxyde 33, pour fixer le 
potentiel electrique du substrat du transistor d un niveau suffisamment 
eleve pour attenuer I'effet de substrat flottant a travers la region de cais- 
son 29. Par consequent, le fonctionnement du transistor est stabilise. 

10 Le fait d'egaliser la largeur d'isolation complete WC dans une 

puce facilite la maTtrise de la forme de I'isolation. En outre, du fait que 
seule la definition de motif de la pellicule d'oxyde 33 est exig6e pour 
procurer une isolation electrique complete entre des dispositifs, la lar- 
geur d'isolation complete WC peut etre fix6e d une largeur de conception 

15 minimale. Ceci minimise I'aire de puce pour augmenter fortement le ni- 
veau d'integration. 

Modifications 

La structure pour procurer une isolation complete au moins en- 
tre les transistors NMOS et PMOS est illustree dans le second mode de 

20 realisation pref6r6. Cependant, le second mode de realisation pr6f6r6 
peut §tre applique £ une structure pour procurer une isolation complete 
entre une partie de memoire et une partie de circuit logique dans un cir- 
cuit hybride de type logique/memoire, pour la reduction du bruit. 

Une pellicule d'oxyde ayant differentes profondeurs peut etre 

25 utilisee pour une multiplicity de types d'isolation partielle, au lieu d'utili- 
ser £ la fois la region d'isolation complete et la region d'isolation par- 
tielle. Dans ce cas, il n'est pas necessaire qu'une region de caisson sous 
une partie de la pellicule d'oxyde qui est relativement profonde soit con- 
nects d un material! de contact de corps, tel qu'une region de corps, 

30 mais peut etre flottante pour ('utilisation d titre de region d'isolation com- 
plete. 

Premier proc6de de fabrication (premiere et seconde formes) 
Les figures 8 e 11 sont des coupes montrant un processus 
d'isolation dans un proc^de de fabrication du dispositif £ semiconducteur 
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conforme aux premiere et seconde formes du second mode de realisation 
prefere. Le procede represente sur les figures 8 a 11 utilise en combinai- 
son I'isolation par tranchee partielle et I'isolation par tranchee complete. 

Initialement, comme represente sur la figure 8, le materiau de 
depart est un substrat SOI constitue par le substrat en silicium 1, la pelli- 
cule d'oxyde enterree 2 et la couche SOI 3, le substrat SOI etant forme 
par le procede SIMOX ou similaire, dans lequel la pellicule d'oxyde enter- 
ree 2 est formee par implantation d'ions d'oxygene. 

En se referant a la figure 9, on note qu'on depose sur le subs- 
trat SOI une pellicule d'oxyde 41 ayant une epaisseur d'environ 20 nm, et 
on depose sur la pellicule d'oxyde 41 une pellicule de nitrure 42 ayant 
une epaisseur d'environ 200 nm. La definition de motif de la region 
d'isolation en utilisant a titre de masque une resine photosensible 43 
dans laquelle on a definit un motif, attaque une pellicule a trois couches 
constitute par la pellicule de nitrure 42, la pellicule d'oxyde 41 et la cou- 
che SOI 3, de facon que des parties infSrieures de la couche SOI 3 
soient laissees, pour former une multiplicite de tranchees partielles 44. 
La multiplicite de tranchees partielles 44 ont une largeur predeterminee 
et s'etendent de facon pratiquement perpendiculaire jusqu'a la surface du 
substrat en silicium 1, pour procurer une isolation qui maintient une con- 
figuration gSometrique de faibles dimensions, sans degrader le niveau 
d'integration. Une implantation ionique pour la formation de regions de 
caisson 52 a concentration elevee (correspondant aux regions de caisson 
11 et 12) comme represente sur la figure 12, dans cet etat, peut renfor- 
cer une tension de claquage d'isolation. 

Ensuite, comme represente sur la figure 10, on forme une cou- 
che de resine photosensible 45 pour recouvrir une partie de la multiplicite 
de tranchees partielles 44. La tranchee partielle 44 restante qui n'est pas 
recouverte par la resine photosensible 45 est attaquee davantage pour 
former une tranchee complete 48 s'etendant a travers la couche SOI 3. 

Ensuite, on depose au sommet de la structure resultante une 
pellicule d'oxyde ayant une epaisseur d'environ 500 nm, par le procede 
de depot chimique en phase vapeur par plasma a haute densite (ou 
HDPCVD) et autres. On effectue un polissage par le proc6de de polis- 
sage chimio-mecanique (ou CMP), d'une maniere similaire a I'isolation 
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par tranchSe classique, ce qui a pour effet d'enlever partiellement la pel- 
licule de nitrure 42. Ensuite, on enieve ia pellicule de nitrure 42 et la pel- 
licule d'oxyde 41. Ceci procure une structure dans laquelle la pellicule 
d'oxyde partielle 31, la couche SOI 3 (regions de caisson) au-dessous, et 
5 la pellicule d'oxyde complete 32 sont formees seiectivement, comma re- 
presents sur la figure 11. Ainsi, le fait de polir la pellicule d'oxyde par le 
procede chimio-mecanique procure les surfaces supSrieures planes et 
uniformes de la pellicule d'oxyde partielle 31 et de la pellicule d'oxyde 
complete 32. Lorsque I'implantation ionique representee sur la figure 12 

10 est effectuSe apres la formation de la structure de la figure 9, les regions 
de caisson 52 £ concentration elev6e sont formees au-dessous de la pel- 
licule d'oxyde partielle 31, comme represents sur la figure 13. Les re- 
gions de caisson 52 a concentration Slevee peuvent fixer le potentiel 
6lectrique du substrat avec une meilleure stabilite. 

15 Ensuite, on forme un transistor NMOS dans une region de for- 

mation de transistor NMOS et on forme un transistor PMOS dans une re- 
gion de formation de transistor PMOS, par le procede existant. Ceci pro- 
cure la structure SOI de la premiere forme representee sur la figure 5, ou 
la structure SOI de la seconde forme representee sur la figure 6. 

20 Si I'etape representee sur la figure 10 est 6limin6e et les autres 

Stapes sont accomplies de la maniere indiqu6e ci-dessus, seules les 
tranch6es partielles 44 sont formees et la tranchSe complete 48 n'est pas 
form6e, Ceci procure la structure du premier mode de realisation pr£f6r£ 
represente sur les figures 1 a 3 (la structure dans laquelle tous les dis- 

25 positifs sont isoISs par la pellicule d'oxyde partielle 31). 

Second procede de fabrication (premiere et seconde formes) 
Les figures 14 a 18 sont des coupes montrant d'autres proces- 
sus d'isolation dans le procede de fabrication conforme aux premiere et 
seconde formes du second mode de realisation prefSre. Le procede re- 
30 pr6sent6 sur les figures 14 a 18 utilise en combinaison Tisolation par 
tranch6e partielle et ('isolation par tranch6e complete. 

Initialement, comme represents sur la figure 14, le materiau de 
depart est une structure multicouche qui comprend le substrat en silicium 
1, la pellicule d'oxyde enterree 2 et une couche de silicium 50. La couche 
35 de silicium 50 est form6e de fagon a etre plus epaisse que la couche SOI 
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3 a obtenir finalement. 

/ En se r6ferant a la figure 15, on note qu'on depose la pellicule 
d'oxyde 41 sur le substrat SOI, et on depose la pellicule de nitrure 42 sur 
la pellicule d'oxyde 41. La definition de motif de la region desolation en 
5 utilisant a titre de masque la rfesine photosensible 46 dans laquelle on a 
defini un motif, attaque la pellicule de nitrure 42 et la pellicule d'oxyde 41 
de fagon que la surface de la couche de silicium 50 soit mise d nu, pour 
former la multiplicity de tranch6es partielles 44. 

En se r§f6rant d la figure 16, on note qu'on forme une couche 
10 de resine photosensible 49 de fa9on d recouvrir certaines de la multipli- 
city de tranchees partielles 44. La tranch6e partielle 44 restante qui n'est 
pas recouverte par la rdsine photosensible 49 est attaqu6e davantage 
pour former la tranchee complete 48 s'etendant d travers la couche de 
silicium 50. 

15 Ensuite, on depose une pellicule d'oxyde au sommet de la 

structure r6sultante, par le proc6de HDPCVD ou autres. On effectue un 
polissage par le proc6d£ chimio-m6canique d'une maniere similaire d 
['isolation par tranchee classique, de fa?on d enlever partiellement la 
pellicule de nitrure 42. Ensuite, on enl&ve la pellicule de nitrure 42 et la 

20 pellicule d'oxyde 41. Ceci procure une structure dans laquelle la pellicule 
d'oxyde partielle 31, la couche de silicium 50 (region de caisson) au- 
dessous d'elle, et la pellicule d'oxyde complete 32 sont form6es selects 
vement, comme represents sur la figure 17. 

Comme illustr§ sur la figure 18, on forme une couche 6pitaxiale 

25 de silicium 51 par la croissance Spitaxiale d partir de la couche de sili- 
cium 50. Ceci procure la couche SOI 3 ayant d'excellentes caract£risti- 
ques cristallines, constitute par la couche de silicium 50 et la couche 
Spitaxiale de silicium 51. 

Ensuite, on forme un transistor NMOS dans la region de forma- 

30 tion de transistor NMOS et on forme un transistor PMOS dans la region 
de formation de transistor PMOS, par le proc6d6 existant. Ceci procure la 
structure SOI de la premiere forme representee sur la figure 5 ou la 
structure SOI de la seconde forme representee sur la figure 6. 

Troisi6me proc6de de fabrication (troisifeme forme) 
35 Les figures 19 £ 22 sont des coupes montrant encore un autre 
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processus d'isolation dans le procede de fabrication conforme a la troi- 
sieme forme du second mode de realisation prefere. Le procede repre- 
sents sur les figures 19 a 22 comporte la formation de tranchees partiel- 
les ayant differentes largeurs. 

En se referant a la figure 19, on note qu'on forme des tran- 
chees partielles relativement larges 44A et des tranchees partielles rela- 
tivement etroites 44B. On utilise les tranchees partielles 44A pour une 
isolation complete, et on utilise les tranchees partielles 44B pour une 
isolation partielle. Les tranchees partielles 44A et 44B sont formees de 
facon a laisser des parties inferieures de la couche SOI 3. 

Ensuite, comme represente sur la figure 20, on forme des pelli- 
cules d'oxyde 47 a titre de parois laterales sur les surfaces lat£rales de 
tranchees partielles 44A et 44B, de facon a recouvrir les surfaces de 
fond des tranchees partielles 44B, mais a laisser a nu les parties centra- 
les de fond des tranchees partielles 44A. Ceci utilise le fait que la largeur 
des tranchees partielles 44B est inferieure a celle des tranchees partiel- 
les 44A. 

Comme represente sur la figure 21, on effectue une attaque de 
silicium sur la couche SOI 3 en utilisant a titre de masque les pellicules 
d'oxyde 47, pour enlever des parties de la couche SOI 3 qui ne sont pas 
recouvertes par les pellicules d'oxyde 47, comprenant des parties de la 
couche SOI 3 qui se trouvent au-dessous des parties centrales de fond 
des tranchees partielles 44A, pour mettre a nu la surface de la pellicule 
d'oxyde enterree 2 dans les tranchees partielles 44A. 

Ensuite, on depose au sommet de la structure r6sultante une 
pellicule d'oxyde ayant une epaisseur d'envlron 500 nm, par le procede 
HDPCVD ou autres. On effectue un polissage par le procede de polis- 
sage chimio-mecanique, d'une maniere similaire a I'isolation par tranchee 
classique, de facon a enlever partiellement la pellicule de nitrure 42. En- 
suite, on enleve la pellicule de nitrure 42 et la pellicule d'oxyde 41. Ceci 
procure une structure dans laquelle la pellicule d'oxyde partielle 31 (avec 
la couche SOI 3 au-dessous), et la pellicule d'oxyde 33 (avec la couche 
SOI 3 au-dessous de ses parties) sont formees selectivement, comme 
represente sur la figure 21. 

Ensuite, on forme un transistor NMOS dans la region de forma- 
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tion de transistor NMOS et on forme un transistor PMOS dans la region 
de fprmatlon de transistor PMOS, par le procede existant. Ceci procure la 
structure SOI de la troisieme forme du second mode de realisation prefe- 
r6 representee sur la figure 7. 

5 Quatri6me procede de fabrication (troisieme forme) 

Les figures 23 a 27 sont des coupes montrant encore un autre 
processus d'isolation dans le procede de fabrication conforme £ la troi- 
sieme forme du second mode de realisation prefere. Le procede repr6- 
sente sur les figures 23 a 27 comporte la formation de tranchees par- 

10 tielles ayant differentes largeurs. 

Initialement, comme repr6sente sur la figure 23, le materiau de 
depart est le substrat SOI constitue par le substrat en silicium 1, la pelli- 
cule d'oxyde enterr6e 2 et la couche SOI 3. 

En se r6ferant a la figure 24, on note qu'on forme les tranchees 

15 partielles relativement larges 44A et les tranchees partielles relativement 
etroites 44B. On utilise les tranchees partielles 44A pour Tisolation com- 
plete, et on utilise les tranchees partielles 44B pour ('isolation partielle. 
Les tranchees partielles 44A et 44B sont formees de fa<pon k laisser des 
parties inf6rieures de la couche SOI 3. 

20 Ensuite, comme repr6sent6 sur la figure 25, on def init un motif 

dans la r6sine photosensible 49 de fafon a remplir enti6rement les tran- 
chees partielles 44B et £ recouvrir les surfaces laterales des tranchees 
partielles 44 A. Ceci garantit que les parties centrales de fond des tran- 
chees partielles 44A sont a nu. 

25 Ensuite, en r6ferant 3 la figure 26, on note qu'on effectue une 

attaque de silicium sur la couche SOI 3 en utilisant a titre de masque la 
resine photosensible 49, pour enlever des parties de la couche SOI 3 qui 
ne sont pas recouvertes par la r6sine photosensible 49, comprenant des 
parties de la couche SOI 3 qui se trouvent au-dessous des parties cen- 

30 trales de fond des tranchees partielles 44A, de fafon £ mettre £ nu la 
surface de la pellicule d'oxyde enterr6e 2 dans les tranchees partielles 
44A. 

Ensuite, on depose une pellicule d'oxyde au sommet de la 
structure r6sultante f par le procede HDPCVD ou autres. On effectue un 
35 polissage par le procede de polissage chimio-m£canique d'une mani6re 
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similaire d I'isolation par tranchee classique, de fafon d enlever partiel- 
lement la pellicule de nitrure 42. Ensuite, on enldve la pellicule de nitrure 
42 et la pellicule d'oxyde 41. Ceci procure une structure dans laquelle la 
pellicule d'oxyde partielle 31 (avec la couche SOI 3 au-dessous), et la 
5 pellicule d'oxyde 33 (avec la couche SOI 3 au-dessous) sont form§es 
seiectivement, comme repr6sente sur la figure 27. 

Cinquifeme proc6d6 de fabrication (troisieme forme) 
Les figures 58 £ 62 sont des coupes montrant un processus 
d'isolation supplemental dans le precede de fabrication conforme £ la 
10 troisieme forme du second mode de realisation pr6f6r6. 

Initialement, comme represents sur la figure 58, le materiau de 
depart est le substrat SOI constitu6 par le substrat en silicium 1, la pelli- 
cule d'oxyde enterree 2 et la couche SOI 3. 

En se r6ferant a la figure 59, on note qu'on depose la pellicule 
15 d'oxyde 41 sur le substrat SOI, et on depose la pellicule de nitrure 42 sur 
la pellicule d'oxyde 41. La definition de motif de la region d'isolation en 
utilisant a titre de masque une resine photosensible 213 dans laquelle on 
a defini un motif, attaque la pellicule de nitrure 42, la pellicule d'oxyde 41 
et la couche SOI 3, de fa9on £ mettre a nu la surface de la pellicule 
20 d'oxyde entente 2, pour former une multiplicity de tranches 214. 

Ensuite, comme represents sur la figure 60, on forme select!- 
vement une couche de resine photosensible 215 sur la pellicule de ni- 
trure 42 restante. La resine photosensible 215 a une ouverture incluant 
chacune des tranchees 214 et ayant une largeur supSrieure a la largeur 
25 des tranchSes 214. 

Comme illustrS sur la figure 61, la pellicule de nitrure 42, la 
pellicule d'oxyde 41 et une partie de la couche SOI 3 sont attaqu6es en 
utilisant a titre de masque la resine photosensible 215, pour former si- 
multanement des tranchees partielles 216 avec la couche SOI 3 s'6ten- 
30 dant au-dessous d'elles, et des tranchees combinees 217 comprenant 
chacune une partie traversante s'etendant a travers la couche SOI 3 dans 
une region centrale, et une partie non traversante au-dessous de laquelle 
la couche SOI 3 reste presente. 

Ensuite, on depose une pellicule d'oxyde au sommet de la 
35 structure resultante, par le procede HDPCVD ou autres. On effectue un 
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polissage par le precede de polissage chimio-m6canique d'une mantere 
similaire a I'isolation par tranchee classique, de fa?on & enlever en partie 
la pellicule de nitrure 42. Ensuite, on enleve la pellicule de nitrure 42 et 
la pellicule d'oxyde 41. Ceci procure une structure dans laquelle la pelli- 
5 cule d'oxyde partielle 31 (avec la couche SOI 3 au-dessous d'elle), et la 
pellicule d'oxyde 33 (avec la couche SOI 3 au-dessous de parties d'elle) 
sont formees seiectivement, comme represents sur la figure 62. 

Sixifeme proc6de de fabrication (troisieme formed 
Dans un exemple extreme du proc6de de fabrication, I'attaque 
10 de la region d'isolation partielle de fa<;on qu'une tranchee s'etende £ tra- 
vers la couche SOI 3, et ensuite le remplissage de la tranchee avec une 
pellicule d'oxyde pour transformer la region d'isolation partielle en une 
region d'isolation complete, peuvent etre effectu6s apr&s I'etape de for- 
mation de I'electrode de grille d ! un transistor isoie par isolation partielle, 
15 ou pendant I'etape ulterieure de formation d'un contact et d'une ligne 
d'interconnexion. 

Modifications 

Les proc&des de fabrication du second mode de realisation 
prefer6 comprennent la formation de la couche multiple de SiN/Si0 2 sur 

20 la couche SOI pour isolation par tranch6e, et le remplissage des tran- 
ch6es avec les pellicules d'oxyde d'isolation. On obtient des effets simi- 
laires avec divers autres proc6d6s, par exemple un proc6d£ comprenant 
le remplissage des tranchees en utilisant une couche multiple de SiN sill- 
cium polycristallin Si0 2 , & la place de la couche multiple de SiN/Si0 2 , 

25 Toxydation de la couche multiple et I'arrondissement des coins des tran- 
chees, 

Troisieme mode de realisation pref6r6 
Premiere forme 

La figure 28 est une coupe d'une premiere forme du dispositif A 
30 semiconducteur ayant la structure SOI conforme a un troisieme mode de 
realisation pref6r6 de la presente invention. 

Comme represente sur la figure 28, une structure d'isolation 
complete utilisant la pellicule d'oxyde complete 32 est etablie dans une 
region dans laquelle doit etre forme un circuit (premier circuit) qui exige 
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Integration (du fait que la pellicule d'oxyde partielle 31 a un degre d'in- 
teorat.on legerement inferieur a celui de la pellicule d'oxyde complete 32 
a cause des regions de caisson formees au-dessous d'elle) mais qui esi 
mc-ins influence par I'effet de substrat flottant. D'autre part, une structure 
d'.solation partielle utilisant la pellicule d'oxyde partielle 31 et la region 
de caisson 11 (12) au-dessous d'elle est etablie dans une region dans 
laquelle doit etre forme un circuit (second circuit) pour lequel Influence 
de I arm de substrat flottant est un probleme. L'isolation entre la region 
dans laquelle le premier circuit doit etre forme et la region dans laquelle 
!• second circuit doit etre forme est assuree par la structure isolation 
complete utilisant la pellicule d'oxyde complete 32. 

Comme illustre sur la figure 28, des exemples du premier circuit 
component un circuit interne et un circuit numerique, et des exemples 
du second circuit comprennent un circuit amplificateur-separateur d'en- 
tree/sortie et un circuit analogique (un circuit de boucle d'asservissement 
de phase et un circuit d'amplificateur de lecture). D'autres exemples du 
second c.rcuit comprennent un circuit d'horloge et un circuit dynamique. 

A.nsi, la premiere forme du troisieme mode de realisation prefe- 
re prend en consideration la mesure dans laquelle le circuit a former est 
influence par I'effet de substrat flottant, pour selectionner I'utilisation de 
isolation partielle assuree par la pellicule d'oxyde partielle 31 et I'utili- 
sat»on de Isolation complete assuree par la pellicule d'oxyde complete 
32, pour realiser ainsi la structure d'isolation qui offre un excellent com- 
prom.s entre .'attenuation de I'effet de substrat flottant et Amelioration 
25 de I integration. 

On peut obtenir la structure de la figure 28 en utilisant les pre- 
m.er a quatrieme precedes de fabrication du second mode de realisation 
prefere, pour former selectivement la pellicule d'oxyde partielle 31 et la 
pell.cule d'oxyde complete 32 (pellicule d'oxyde 33) pour l'isolation et 
30 pour former ensuite les premier et second circuits. 
Seconde formp 

La figure 29 est une coupe d'une seconde forme du dispositif a 
sem.conducteur ayant la structure SOI conforme au troisieme mode de 
real.sation prefere de la presente invention. Comme represents sur la 
35 f.gure 29. une couche SOI partielle 3B pour la formation du premier cir- 
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cuit devant etre complement isoie, est plus mince qu'une couche SOI 
partielle 3A pour la formation du second circuit devant §tre partiellement 
isole. Une pellicule d'oxyde complete 34, une region de drain 5t, une re- 
gion de source 6t et une region de formation de canal 7t qui sont formees 

5 dans la couche SOI partielle 3B sont done plus minces. 

La seconde forme du troisieme mode de realisation pref6r6 est 
caract6ris6e par le fait que la couche SOI partielle 3B pour la formation 
du premier circuit est plus mince que la couche SOI partielle 3A pour la 
formation du second circuit. Par consequent, une attaque utilisant les 

10 m&mes conditions d'attaque de tranchee permet la formation s6par6e des 
tranchees partielles pour la couche SOI partielle 3A et des tranch6es 
completes pour la couche SOI partielle 3B. De ce fait, la seconde forme 
du troisieme mode de realisation pref6r6 simplifie le proc6d6 de fabrica- 
tion; par exemple par i'omission de Petape representee sur la figure 10 

15 dans le premier proc6d6 de fabrication, pour procurer Insolation complete 
sur la couche SOI partielle 3B et I'isolation partielle sur la couche SOI 
partielle 3A. 

Independamment du fait que ('isolation complete ou isolation 
partielle soit etablie, il est preferable d'augmenter repaisseur de la cou- 

20 che SOI pour la formation du circuit amplif»cateur-s6parateur d'en- 
tree/sortie, du circuit analogique (boucle d'asservissement de phase, am- 
plificateur de lecture), du circuit d'horloge et du circuit dynamique qui 
correspondent au second circuit pour lequel un potentiel de substrat fixe 
est exige. La seconde forme du troisieme mode de realisation pref6r6 est 

25 raisonnable a cet egard, et peut attenuer effectivement l'el6vation de 
temperature en utilisant repaisseur de pellicule, en particulier si elle est 
appliqu6e £ un circuit de protection. 
Troisieme forme 

Une troisieme forme du troisieme mode de realisation pr6fer6 
30 est constituee par le dispositif a semiconducteur ayant la structure SOI 
dans lequel I'isolation complete utilisant au moins la pellicule d'oxyde 
complete 32 peut etre employee pour I'isolation entre une source de bruit 
telle qu'un circuit d'entree/sortie et un circuit RF et d'autres circuits, et 
I'isolation utilisant la pellicule d'oxyde partielle 31 pour etre employee 
35 pour ^isolation d'autres parties. Ceci r6duit ('influence de bruits sur le 
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circuit interne et minimise Tinfluence de I'effet de substrat flottant. 
Quatrieme mode de realisation prefere 

Les figures 30 et 31 sont des coupes du dispositif a semicon- 
ducteur ayant la structure SOI conforme a un quatrieme mode de realisa- 
tion prefere de la presente invention, et elles correspondent respective- 
ment aux coupes du premier mode de realisation selon les lignes A-A et 
B-B de la figure 3. 

Comme represents sur les figures 30 et 31, le dispositif a semi- 
conducteur ayant la structure SOI constitute par le substrat en silicium 1, 
la pellicula d'oxyde enterree 2 et la couche SOI 3, est realise de facon 
qu'une pellicule d'oxyde partielle 71 avec des regions de caisson formees 
au-dessous, isole les unes des autres les regions de formation de tran- 
sistor dans la couche SOI 3. Une region de silicium polycristallin de type 
p 61 est formee au-dessous d'une partie de la pellicule d'oxyde partielle 
71 qui isole les uns des autres les transistors NMOS, et une autre region 
de silicium polycristallin de type n 62 est formee au-dessous de la partie 
de la pellicule d'oxyde partielle 71 qui isole les uns des autres les tran- 
sistors PMOS. La region de silicium polycristallin de type p 61 (plus pro- 
che des transistors NMOS) et la region de silicium polycristallin de type n 
62 (plus proche des transistors PMOS) sont formees c6te a cdte au- 
dessous de la partie de la pellicule d'oxyde partielle 71 qui isole les uns 
des autres les transistors NMOS et PMOS. 

Comme illustre sur la figure 31, la region de corps 10 est entou- 
ree par la region de silicium polycristallin 61 dans la couche SOI 3. La 
region de corps 10 est en contact avec une partie adjacente de la region 
de silicium polycristallin 61. La couche d'interconnexion 25 formee sur la 
pellicule dielectrique inter-couche 4 est connectee electriquement a la 
region de corps 10 a travers le contact de corps 23 forme dans la pelli- 
cule dielectrique inter-couche 4. 

Ainsi, le dispositif a semiconducteur du quatrieme mode de rea- 
lisation prefere utilise pour les regions de caisson les regions de silicium 
polycristallin 61 et 62 formees au-dessous de la pellicule d'oxyde par- 
tielle 61, et son potentiel electrique est fixe a travers la region de corps 
10. Par consequent, le dispositif a semiconducteur du quatrieme mode de 
realisation prefere stabilise le potentiel de la r§gion de formation de ca- 
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nal 7 pour r6duire I'effet de substrat flottant. 

Seion une variante, comme repr6sente sur la figure 32, la pelli- 
cule d'oxyde partielle 71 et la region de silicium polycristallin 61 (62) 
formee au-dessous d'elle peuvent isoler les uns des autres les transistors 

5 NMOS et isoler les uns des autres les transistors PMOS, et la pellicula 
d'oxyde complete 32 peut assurer isolation entre les transistor PMOS et 
NMOS. Une telle configuration est plus avantageuse que la configuration 
representee sur les figures 30 et 31, dans la mesure ou elle reduit la lar- 
geur d'isolation entre les transistors PMOS et NMOS et 6vite le ph6no- 

10 m6ne de verrouillage & I'etat passant. 

Proc6de de fabrication 

Les figures 33 £ 37 sont des coupes montrant un processus 
d'isolation dans le procede de fabrication du dispositif £ semiconducteur 
conforme au quatrieme mode de realisation pref6r6. 

15 Initialement, comme represents sur la figure 33, le materiau de 

depart est le substrat SOI constitue par le substrat en silicium 1, la pelli- 
cule d'oxyde enterr6e 2 et la couche SOI 3. On depose la pellicule 
d'oxyde 41 sur le substrat SOI, et on d6pose la pellicule de nitrure 42 sur 
la pellicule d'oxyde 41. La definition de motif de la region d'isolation, en 

20 utilisant a titre de masque la resine photosensible 43 dans laquelle on a 
defini un motif, forme une multiplicite de tranchees 144 s'etendant a tra- 
vers une pellicule a trois couches constituee par la pellicule de nitrure 
42, la pellicule d'oxyde 41 et la couche SOI 3. 

En se referant a la figure 34, on note qu'on depose une couche 

25 de silicium polycristallin 65 avec une 6paisseur de pellicule bien definie, 
pour recouvrir enti6rement la structure resultante. Ensuite, comme repr6- 
sente sur la figure 35, on forme une couche de r6sine photosensible 66 
pour recouvrir une partie de la multiplicite de tranchees 144. On enieve 
par attaque la couche de silicium polycristallin 65 dans la tranch6e 144 

30 restante qui n'est pas recouverte par la resine photosensible 66, pour 
former la tranchee complete 48. 

Ensuite, on depose une pellicule d'oxyde de remplissage de 
tranchee pour recouvrir entierement la structure resultante, par le proce- 
d6 HDPCVD ou autres. On effectue un polissage par le proc6d6 de polis- 

35 sage chimio-m6canique, d'une maniere similaire a ^'isolation par tranchee 
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classique, de facon a enlever en partie la pellicule de nitrure 42. Ensuite, 
on enleve la pellicule de nitrure 42 et la pellicule d'oxyde 41. Ceci pro- 
cure une structure dans laquelle une region de silicium polycristallin 67, 
une pellicule d'oxyde 68 restant a I'interieur, et la pellicule d'oxyde com- 
plete 32 sont formees selectivement, comme represents sur la figure 36. 

En se referant a la figure 37, on note qu'on oxyde la region de 
silicium polycristallin 67 pour achever une structure d'isolation partielle 
ayant la pellicule d'oxyde partielle 71 qui comprend la pellicule d'oxyde 
68 et la partie oxydee de la region de silicium polycristallin 67, et la re- 
gion de silicium polycristallin 61 (62) laissee non oxydee. 

Du fait que le degre d'oxydation de la region de silicium poly- 
cristallin 67 est superieur a celui d'une pellicule d'oxyde 70 formee sur la 
couche SOI 3, une difference de niveau suffisante est occasionnee entre 
la surface de la couche SOI 3 et le sommet de la region de silicium poly- 
cristallin 61 (62) pour eviter un court-circuit entre I'electrode de grille 9 et 
la region de silicium polycristallin 61. a cause d'une defectuosite de la 
pellicule d'oxyde. pendant la formation de la pellicule d'oxyde de grille. 

Ensuite, on forme un transistor NMOS dans la region de forma- 
tion de transistor NMOS et on forme un transistor PMOS dans la region 
de formation de transistor PMOS, par le procede existant. Ceci procure la 
structure SOI representee sur la figure 32. 

Cinauie me mode de realisation prefere 
Premiere forme 

La figure 38 est une coupe d'une premiere forme du dispositif a 
semiconducteur ayant la structure SOI conforme a un cinquieme mode de 
realisation prefere de la presente invention. Comme represents sur la 
figure 38. le dispositif a semiconducteur ayant la structure SOI constitute 
par le substrat en silicium 1, la pellicule d'oxyde enterree 2 et la couche 
SOI 3, est realise de facon qu'une pellicule a faible constante dielectri- 
que (une pellicule dielectrique ayant une constante dielectrique inferieure 
a celle de pellicules dielectriques generales. comme la pellicule d'oxyde 
enterr6e 2), 75, avec des regions de caisson formees au-dessous d'elle. 
isole les unes des autres les regions de formation de transistor dans la 
couche SOI 3. D^une maniere similaire au premier mode de realisation 
prefere, la region de caisson de type p 11 est formee au-dessous d'une 
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partie de la peilicule 3 faible constante dielectrique 75 qui isole les uns 
des autres les transistors NMOS, et la region de caisson de type n 12 est 
form6e au-dessous de la partie de la peilicule £ faible constante di6lec- 
trique 75 qui isole les uns des autres les transistors PMOS. Une region 
5 de caisson de type p et une region de caisson de type n (aucune des 
deux n'est representee sur la figure 38) sont formees au-dessous d'une 
partie de la peilicule a faible constante dielectrique 75 qui isole les uns 
des autres les transistors NMOS et PMOS Le potentiel 6lectrique peut 
etre fix6 a travers les regions de caisson d6crites ci-dessus, de fa9on 

10 similaire £ celles du premier mode de realisation pr6f6r6, et £ travers la 
r6gion de corps qui leur est connectee eiectriquement. 

Dans la structure SOI, l'6paisseur de la couche SOI 3 est dans 
certains cas aussi faible qu'environ 50 nm. A ce moment, il y a un risque 
q Ue | a region de caisson form6e au-dessous de la peilicule d'oxyde 

15 d'isolation (la peilicule d'oxyde partielle 31 de la figure 1) soit plac6e 
dans une condition de depletion ou d'inversion, en faisant ainsi circuler 
un courant de fuite entre les transistors devant etre isoles les uns des 
autres. 

Dans ia premiere forme du quatrieme mode de realisation pr6f6- 
20 r6, la peilicule £ faible constante dielectrique 75 est utilisee pour Insola- 
tion de dispositifs de manure £ r6duire suffisamment sa capacite mSme 
si son epaisseur est tres faible, pour ainsi eviter effectivement la genera- 
tion du courant de fuite. 

La peilicule a faible constante dielectrique 75 utilisee ici est 
25 une peilicule d'oxyde de silicium (ayant une constante dielectrique rela- 
tive de I'ordre de 3,9 a 4) pour Tutilisation sous la forme de la peilicule 
d'oxyde entente 2, dans laquelle est m6lang6 du fluor, et une peilicule 
organique, qui ont une constante dielectrique relative d'environ trois. 

Seconde forme 

30 La figure 39 est une coupe d'une seconde forme du cinquifeme 

mode de realisation prefere. Comme repr6sente sur la figure 39, une pei- 
licule £ faible constante dielectrique 76 et une peilicule d'oxyde de sili- 
cium 78 form6e sur les surfaces inferieure et laterales de la peilicule £ 
faible constante dielectrique 76, sont utilisees a la place de la peilicule £ 

35 faible constante dielectrique 75 de la figure 38, pour isolation des dis- 
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positifs. D'autres composants de la figure 39 sont similaires a ceux de la 
premiere forme representee sur la figure 38. 

La pellicule d'oxyde de silicium 78 est done formee sur les sur- 
faces inferieure et laterales de la pellicule a faible constante dielectrique 
76, pour empecher effectivement la generation de defauts a I'interface 
avec du silicium (region de drain 5, region de source 6, regions de cais- 
son 11 et 12, et autres) et de charges electriques a I'interface. La pelli- 
cule d'oxyde de silicium 78 est formee en utilisant les techniques d'oxy- 
dation thermique et de depot chimique en phase vapeur. 

Troisieme forme 

La figure 40 est une coupe d'une troisieme forme du cinquieme 
mode de realisation. Comme represents sur la figure 40, une pellicule a 
faible constante dielectrique 77 et une pellicule d'oxyde de silicium 79 
formee sur les surfaces laterales de la pellicule a faible constante di- 
electrique 77 sont utilisees a la place de la pellicule a faible constante 
dielectrique 75 de la figure 38, pour I'isolation des dispositifs. D'autres 
composants de la figure 40 sont similaires a ceux de la premiere forme 
representee sur la figure 38. 

La pellicule d'oxyde de silicium 79 est done formee sur les sur- 
faces laterales de la pellicule a faible constante dielectrique 77 dans le 
but essentiel de supprimer effectivement la generation de defauts a I'in- 
terface avec du silicium (region de drain 5 et region de source 6) dispose 
lateralement par rapport a elle, et egalement avec la region de formation 
de canal 7, et la generation de charges electriques a I'interface. 

Sixieme mode de realisation pr6fere 

Premiere forme 

La figure 41 est une coupe d'une premiere forme du dispositif a 
semiconducteur ayant la structure SOI conforme a un sixieme mode de 
realisation prefere de la presente invention. 

Comme represente sur la figure 41, la pellicule dielectrique in- 
ter-couche 4 (bien qu'une partie correspondant a la pellicule d'oxyde 
complete 32 soit egalement illustree sous la forme de la pellicule dielec- 
trique inter-couche 4) isole completement les dispositifs les uns par rap- 
port aux autres. Une region de connexion 80 remplissant la fonction 
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d'une region de corps est formee dans une partie superieure de la pelli- 
cule d'oxyde enterr6e 2, et des parties de la region de connexion 80 sont 
en contact avec les surfaces inf6rieures des parties d'extrfemites de la 
couche SOI 3 (la region de drain 5 et la region de formation de canal 7 
5 sur la figure 41) pour maintenir une connexion electrique avec celle-ci. La 
region de connexion 80 est du m§me type de conductivity que la region 
de formation de canal 7. On utilise des references numeriques sembla- 
bles pour designer des composants similaires d ceux des figures 1 et 2, 
et la description les concernant sera omise. 

10 Ainsi, le dispositif & semiconducteur de la premiere forme du 

sixieme mode de realisation prefere est congu de fa?on que la region de 
connexion 80, remplissant la fonction de la region de corps, soit form6e 
dans la partie superieure de la pellicule d'oxyde enterr6e 2, au lieu d'etre 
form£e dans la couche SOI 3, pour procurer une difference de niveau au 

15 moins 6gale ou superieure a repaisseur de la couche SOI 3, £ partir de 
Telectrode de grille 9. II en resulte que la premiere forme du sixieme 
mode de realisation prefere peut eviter effectivement un court-circuit g§- 
nant entre Telectrode de grille 9 et la region de connexion 80 pendant la 
fabrication. 

20 Seconde forme 

La figure 42 est une coupe d'une seconde forme du dispositif d 
semiconducteur ayant la structure SOI conforme au sixieme mode de rea- 
lisation prefer^ de la presente invention. 

Comme represente sur la figure 42, la region de drain de faible 
25 profondeur 5s et la region de source de faible profondeur 6s sont for- 
m6es dans la partie superieure de la couche SOI 3. D'autres composants 
de la figure 42 sont similaires a ceux de la premiere forme representee 
sur la figure 41. 

Ainsi, le dispositif a semiconducteur conforme e la seconde 
30 forme du sixieme mode de realisation prefere est confu de fa$on que la 
region de drain de faible profondeur 5s et la region de source de faible 
profondeur 6s soient form6es dans la partie superieure de la couche SOI 
3 pour maintenir le contact avec la region de connexion 80 et pour eviter 
effectivement un courant de fuite. 
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Principe du proc6de de fabrication 

Les figures 43 a 45 sont des coupes montrant le principe du 
processus de formation d'une region de silicium polycristallin remplissant 
la fonction de la r6gion de connexion 80. 

Preincrement, comme repr6sente sur la figure 43, on prepare la 
structure SOI constitute par le substrat en silicium 1, la pellicule d'oxyde 
entente 2 et la couche SOI 3, et on enlfeve selectivement la couche SOI 
3 a partir de la surface de la structure SOI, pour former une region de 
formation de dispositif isolee par tranchSe. 

En se ref§rant a la figure 44, on note qu'on effectue une atta- 
que par voie humide sur la pellicule d'oxyde entente 2 en utilisant a titre 
de masque la couche SOI 3, pour enlever des parties de la pellicule 
d'oxyde entente 2 qui s'etendent au-dessous de la surface inferieure des 
parties d'extr§mit6s de la couche SOI 3, et des parties sup6rieures de la 
pellicule d'oxyde enterree 2 qui ne sont pas recouvertes par la couche 
SOI 3, pour former ainsi des trous 94. 

Comme repr6sente sur la figure 45, on remplit les trous 94 avec 
du silicium polycristallin pour former une region de silicium polycristallin 
81 pour la r&gion de connexion 80. 

Premier proc6d6 de fabrication 

Les figures 46 a 48 sont des coupes montrant de fa?on plus 
d6taill6e un premier processus pour former la region de silicium poly- 
cristallin remplissant la fonction de la region de connexion 80. 

Premidrement, comme repr6sent6 sur la figure 46, on depose 
une pellicule d'oxyde de silicium 91 sur la couche SOI 3 du substrat SOI, 
et on depose une pellicule de nitrure de silicium 92 sur la pellicule 
d'oxyde de silicium 91. On definit un motif pour I'isolation par tranch6e 
dans la couche SOI 3, la pellicule d'oxyde de silicium 91 et la pellicule de 
nitrure de silicium 92. On forme des pellicules de nitrure de silicium de 
paroi laterale 93 sur les surfaces laterales de la couche SOI 3, de la pel- 
licule d'oxyde de silicium 91 et de la pellicule de nitrure de silicium 92 
dans lesquelles on a defini un motif. 

En se referant a la figure 47, on note qu'on effectue une atta- 
que par voie humide sur la pellicule d'oxyde entente 2, en utilisant d ti- 
tre de masque la pellicule de nitrure de silicium 92 et les pellicules de 
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nouvelle surface inferieure, et en formant une region de connexion 86 sur 
unenouvelle surface superieure. Par consequent, la structure SOI com- 
prend le substrat en silicium 90, la pellicule dielectrique inter-couche 4 et 
une region de formation de dispositif (comprenant la region de drain 5, la 
5 region de source 6, la region de formation de canal 7, et autres). 

II en r6sulte que la structure de la troisieme forme du sixieme 
mode de realisation prefer^ comprend la region de connexion 86 sur la 
surface superieure, pour faciliter son 6tape de fabrication. 

Quatrifeme forme 

10 La figure 53 est une coupe d'une quatriSme forme du sixieme 

mode de realisation pref6r6. Comme represente sur la figure 53, des re- 
gions de connexion 87 sont formees verticalement a travers la pellicule 
d'oxyde enterree 2. D'autres composants de la figure 53 sont similaires £ 
ceux de la premiere forme representee sur la figure 41. 

15 Ainsi, la quatrieme forme du sixieme mode de realisation pr6f6- 

r6 est con?ue de fa?on que les regions de connexion 87 s'etendent a tra- 
vers la pellicule d'oxyde enterree 2 pour fixer le potentiel eiectrique £ 
partir du substrat en silicium 1 remplissant la fonction d'un substrat de 
support. Chacune des regions de connexion 87 peut etre form6e en for- 

20 mant une ouverture traversante constituee par un trou 89 forme dans une 
partie sup6rieure de ia pellicule d'oxyde enterree 2, par attaque par voie 
humide, et une partie traversante 88 formee verticalement £ travers la 
pellicule d'oxyde enterree 2 qui n'a pas d'augmentation d'etendue late- 
rale, par attaque par voie s6che, et en remplissant ensuite I'ouverture 

25 traversante avec du silicium polycristallin ou autres. Ceci procure les re- 
gions de connexion 87 s'etendant verticalement 3 travers la pellicule 
d'oxyde enterree 2, tout en evitant ('augmentation d'etendue laterale de 
I'ouverture traversante au moment de sa formation. 

Septieme mode de realisation prefere 
30 La figure 63 est une vue en plan destinee £ illustrer un proc6de 

de conception d'une region d'isolation complete dans le dispositif a semi- 
conducteur ayant la structure SOI conforme a un septieme mode de reali- 
sation pr6fer6 de la presente invention. Comme repr6sent6 sur la figure 
63, une configuration g6n6rale d'un transistor CMOS est telle qu'une r6- 
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gion active PMOS 101 et une region de contact de corps PMOS 102 sont 
forrr)6es selectivement dans une region de caisson n virtuel 104, et une 
region active NMOS 111 et une region de contact de corps NMOS 112 
sont form6es s6Iectivement dans une region p (non representee) £ I'ext6- 
5 rieur de la region de caisson n virtuel 104. 

Lorsque la region d'isolation combinee illustr6e dans la troi- 
si6me forme (figure 7) du second mode de realisation pr6f6r6 assure 
('isolation entre les transistors NMOS et PMOS, la region de caisson n 
virtuel 104 correspond pratiquement a la region d'isolation partielle, et la 
10 region d'isolation complete est en continuity avec la region d'isolation 
partielle. 

II y a une possibility elev6e que des donn6es de disposition ac- 
cumulates dans le passe soient disponibles pour etablir une disposition du 
dispositif £ semiconducteur utilisant la region d'isolation combinee. 
15 Par consequent, la region d'isolation complete est g6n6r6e au- 

tomatiquement en executant une procedure de conception qui comprend 
les etapes suivantes ; 

(1) on obtient les donn6es anterieures concernant un dispositif 
CMOS comprenant un transistor PMOS a Tinterieur d'une region de cais- 

20 son et un transistor NMOS a I'exterieur de la region de caisson; 

(2) on definit des premiere et seconde regions de formation de 
transistor MOS (la region active PMOS 101, la region de contact de corps 
PMOS 102, la region active NMOS 111 et la region de contact de corps 
NMOS 112), sur la base des donnSes anterieures; et 

25 (3) on d6finit une region d'isolation complete 105 au voisinage 

de la p6riph6rie exterieure de la r6gion de caisson n virtuel 104, en con- 
siderant pour la region de caisson n virtuel 104 une region de caisson 
dans les donn6es anterieures. 

Du fait que la region de caisson n virtuel 104 etablit de fa$on 

30 g6n6rale une distinction entre les regions NMOS et PMOS, la definition 
de la region d'isolation complete bas6e sur la region de caisson n virtuel 
104 procure une isolation effective entre les transistors NMOS et PMOS. 

Dans le cas represente sur la figure 63, la region d'isolation 
complete 105 est definie de fa9on que sa periph6rie exterieure soit espa- 

35 c6e vers I'exterieur d'une distance W/2 qui est 6gale a la moitie de la lar- 
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geur d'isolation complete W, a partir de la peripheric exterieure de la re- 
gion de caisson n virtuel 104, et de facon que sa peripherie interieure 
soit espacee vers I'interieur de la distance W/2 a partir d'elle. 

Par consequent, la region d'isolation complete est automati- 
quement definie sur la base de la largeur d'isolation complete W au voi- 
sinage de la peripherie exterieure de la region de caisson dans les don- 
nees anterieures pour la fabrication du transistor CMOS classique. 

En outre, une region d'isolation partielle 113 peut etre definie 
en continuity avec la region de caisson n virtuel 104, sauf dans la region 
active PMOS 101, la region de contact de corps PMOS 102, la region de 
caisson n virtuel 104, la region active NMOS 111 et la region de contact 
de corps NMOS 112. La region d'isolation combinee comprenant la region 
d'isolation complete 105 et la region d'isolation partielle 113 est ainsi 
definie. 

Huitieme mode de realisation prefere 
Phenome ne de verrouillaae a I'etat passant 
On decrira le phenomene de verrouillage a I'etat passant en se 
referant a la figure 64. Comme represents sur la figure 64, une structure 
CMOS ayant une region PMOS 131 et une region NMOS 141 qui sont 
mutuellement adjacentes comprend un transistor bipolaire parasite T1 
constitue par une region active PMOS 133 dans la region PMOS 131, une 
region de caisson n 132 dans la region PMOS 131 et une region de cais- 
son p 142 dans la region NMOS 141, et un transistor bipolaire parasite 
T2 constitue par une region active NMOS 143 dans la region NMOS 141, 
la region de caisson p 142 dans la region NMOS 141 et la region de cais- 
son n 132 dans la region PMOS 131. 

Une region de contact de corps n + 135 est connectee a la base 
du transistor bipolaire parasite T1 par I'intermediaire d'un element resistif 
R11 de la region de caisson n 132. De facon similaire, une region de 
contact de corps p + 145 est connectee a la base du transistor bipolaire 
parasite T2 par I'intermediaire d'un element resistif R12 de la region de 
caisson p 142. La region de contact de corps n + 135 est fixee a une ten- 
sion d'alimentation Vcc et la region de contact de corps p + 145 est fixee 
a un niveau de masse Vss. Des electrodes de grille 134 et 144 sont res- 
pectivement formees dans des parties medianes de la region active 
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PMOS 133 et de la region active NMOS 143. 

Les transistors bipolaires parasites T1 et T2 constituent une 
structure de thyristor parasite qui donne lieu au phenomfene de ver- 
rouillage a l'6tat passant, dans lequel un courant continue d circuler de la 
5 tension d'alimentation Vcc vers le niveau de masse Vss une fois que du 
bruit a amorc6 le thyristor parasite. 

Premiere forme 

De fa?on g6n6rale, les bruits qui induisent le ph§nom§ne de 
verrouillage a P£tat passant entrent souvent dans la structure CMOS par 

10 une borne d'entree/sortie. Pour 6viter ceci, comme represents sur la fi- 
gure 65, une region d'isolation complete 114 est de preference dispos6e 
au voisinage d'une frontiere entre une region (de formation de transistor) 
NMOS d'entr6e/sortie 106 et une region (de formation de transistor) 
PMOS d'entr6e/sortie 116, pour procurer une isolation complete entre 

15 elles. Une region d'isolation partielle 107 isole partiellement la region 
NMOS d f entr6e/sortie 106 par rapport d sa region environnante, et une 
region d'isolation partielle 117 isole partiellement la region PMOS d'en- 
tree/sortie 116 par rapport d sa region environnante. 

Les regions d'entr6e/sortie designent des regions dans les- 

20 quelles on doit former principalement un amplificateur-s6parateur d'en- 
tree/sortie et un circuit de protection. La figure 66 est un schema d'un 
circuit d'entr6e. Comme illustr6 sur la figure 66, une borne d'entr6e ex- 
terne P1 pour recevoir un signal d'entr6e IN est connectee a I'entree d'un 
amplificateur-s6parateur d'entr6e 122 par I'intermediaire de resistances 

25 R1 et R2. La sortie de I'amplificateur-separateur d'entr6e 122 est con- 
nectee a une borne d'entrSe interne P2 qui 6met un signal interne SO. 

Un circuit de protection d'entr6e 121 comprend un transistor 
PMOS Q1 et un transistor NMOS Q2. Le transistor PMOS Q1 a une 
source connectee a la tension d'alimentation Vcc, une grille connectee A 

30 la tensions d'alimentation Vcc, et un drain connecte £ un noeud N1 entre 
les resistances R1 et R2. Le transistor NMOS Q2 a une source connectee 
£ la masse, une grille connectee a la masse et un drain connects au 
noeud N1 . 

L'amplificateur-s6parateur d'entr£e 122 comprend un transistor 
35 PMOS Q11 et un transistor NMOS Q12 qui constituent un inverseur 
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CMOS. Les grilles des transistors PMOS et NMOS Q11 et Q12 constituent 
I'entree de I'inverseur CMOS, et leurs drains constituent la sortie de I'in- 
verseur CMOS. 

Dans cette configuration de circuit, les transistors PMOS Q1 et 
Q11 sont formes dans une region PMOS d'entree 118, et les transistors 
NMOS Q2 et Q12 sont formes dans une region NMOS d'entree 108. 

La figure 67 est un schema d'un circuit de sortie. Comme illus- 
tre sur la figure 67, une borne d'entree interne P3 destinee a recevoir un 
signal interne S1 est connectee a I'entree d'un amplificateur-separateur 
de sortie 123. Un signal provenant de la sortie de I'amplificateur- 
separateur de sortie 123 est emis par I'intermediaire d'une borne de sor- 
tie externe P4, a titre de signal de sortie OUT. 

L'amplificateur-separateur de sortie 123 comprend un transistor 
PMOS Q13 et un transistor NMOS Q14 qui constituent un inverseur 
CMOS. Les grilles des transistors PMOS et NMOS Q13 et Q14 constituent 
I'entree de I'inverseur CMOS, et leurs drains constituent la sortie de I'in- 
verseur CMOS. 

Un circuit de protection de sortie 124 comprend un transistor 
PMOS Q3 et un transistor NMOS Q4. Le transistor PMOS Q3 a une 
source connectee a la tension d'alimentation Vcc, une grille connectee a 
la tension d'alimentation Vcc, et un drain connecte a la borne de sortie 
externe P4. Le transistor NMOS Q4 a une source connectee a la masse, 
une grille connectee a la masse et un drain connecte a la borne de sortie 
externe P4. 

Dans cette configuration de circuit, les transistors PMOS Q3 et 
Q13 sont formes dans une region PMOS de sortie 119, et les transistors 
NMOS Q4 et Q14 sont formes dans une region NMOS de sortie 109. 

Dans la premiere forme du huitieme mode de realisation prefe- 
re, la region d'isolation complete 114 est formee au moins au voisinage 
de la frontiere entre la region NMOS d'entree/sortie 106 et la region 
PMOS d'entree/sortie 116 dans lesquelles le verrouillage a I'etat passant 
est susceptible de se produire, pour procurer une isolation complete en- 
tre elles, pour produire ainsi une structure exempte de verrouillage a 
I'etat passant. 

En outre, dans la premiere forme du huitieme mode de realisa- 
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tion pr6f6re, la region dMsolation complete ne s'etend pas entierement 
entre les regions NMOS et PMOS, mais la region dMsolation complete 114 
est form6e seulement au voisinage de la frontidre entre les regions 
NMOS et PMOS d'entree/sortie. Ceci supprime effectivement le ph6no- 
5 m6ne de verrouillage a I'etat passant et minimise I'augmentation de I'aire 
de circuit. 

Seconde forme 

Bien que la region d'isolation complete 114 pour isolation 
complete entre les regions NMOS et PMOS d'entr6e/sortie 106 et 116 soit 

10 representee sur la figure 65 comme etant etablie seulement au voisinage 
de la frontiere entre elles, une region d'isolation complete 115 peut etre 
form6e de fa$on e entourer complement la region NMOS d'entr6e/sortie 
106 et la region PMOS d'entr6e/sortie 116, dans une seconde forme du 
huitieme mode de realisation pref6r6, comme represents sur la figure 68. 

15 En outre, une region dMsolation complete peut etre etablie entre 

des circuits sp6cifiques, par exemple entre un circuit analogique et un 
circuit numerique, ainsi qu'entre les regions NMOS et PMOS d'en- 
tree/sortie. 

Troisieme forme 

20 La figure 69 illustre une troisieme forme du huitieme mode de 

realisation pref6re. Comme repr6sente sur la figure 69, une region d'iso- 
lation complete 110 etablit une isolation complete entre des regions 
NMOS (la region NMOS d'entree/sortie 106 et une region NMOS interne 
180) et des regions PMOS (ia region PMOS d'entr6e/sortie 116 et une 

25 region PMOS interne 190), et egalement entre une region d'entr6e/sortie 
(la region PMOS d'entr6e/sortie 116) et une region de circuit interne (la 
region NMOS interne 180). 

La troisidme forme du huitieme mode de realisation pr6fer6 
produit Teffet consistant a soustraire completement la region de circuit 

30 interne d I'influence de la region d'entr6e/sortie sensible £ des bruits, en 
plus des effets des premiere et seconde formes de ce mode de realisa- 
tion. 

Neuvieme mode de realisation pr6fer6 



Premiere forme 
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La figure 70 est une vue en plan d'une premiere forme du dis- 
positjf a semiconducteur ayant la structure SOI conforme a un neuvieme 
mode de realisation prefere de la presente invention. La figure 71 est 
une coupe selon la ligne A-A de la figure 70. Comme represents sur les 
figures 70 et 71, une region (de formation de transistor) NMOS 126 et 
une region (de formation de transistor) PMOS 136 sont disposees de fa- 
con mutuellement adjacente. Une region active NMOS 128 ayant une 
multiplicity d'electrodes de grille 129 et une region de corps p + 130 sont 
formees dans la region NMOS 126, et une region d'isolation partielle 127 
entoure la region active NMOS 128. 

Une region active PMOS 138 ayant une multiplicity d'electrodes 
de grille 139 et une region de corps n + 140 sont formees dans la region 
PMOS 136, et une region d'isolation partielle 137 et une region d'isola- 
tion complete 120 entourent la region active PMOS 138. La region d'iso- 
lation complete 120 est formee dans la region PMOS 136 au voisinage 
d'une frontiere entre les regions NMOS et PMOS 126 et 136, de facon a 
entourer des parties des electrodes de grille 139 qui s'etendent a I'exte- 
rieur de la region active PMOS 138. 

Ainsi, au voisinage de la frontiere entre la region NMOS 126 et 
la region PMOS 136. la region d'isolation partielle 127 comprenant une 
pellicule d'oxyde 54 et une region de caisson 169 isole la region NMOS 
126 par rapport a sa region environnante, et la region d'isolation com- 
plete 120 comprenant seulement la pellicule d'oxyde 54 isole la region 
PMOS 136 par rapport a sa region environnante, comme represents sur 
la figure 71. 

Ainsi, aucune region d'isolation complete n'est formee dans la 
region NMOS 126, mais la region d'isolation partielle 127 est formee a 
I'interieur pour fixer suffisamment le potentiel electrique du substrat du 
transistor NMOS, a travers la region de caisson 169 au-dessous de la 
pellicule d'oxyde 54. Ceci reduit effectivement I'effet de substrat flottant 
du transistor NMOS qui presente un degre notable d'effet de substrat 
flottant. 

Le transistor PMOS qui presente un moindre degre d'effet de 
substrat flottant en comparaison avec le transistor NMOS, n'est pas no- 
tablement affecte si la region d'isolation complete est formee partielle- 
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ment autour du transistor PMOS. La region d'isolation complete 120 pro- 
cure une isolation dielectrique entre la region NMOS 126 et la region 
PMOS 136, et est disposde pour obtenir une efficacitd 6lev6e concernant 
I'aire utilis6e. Ceci est efficace s'il y a peu d'espace pour disposer les 
5 §l6ments. 

Seconde forme 

La figure 72 est une vue en plan d'une seconde forme du dis- 
positif d semiconducteur ayant la structure SOI conforme au neuvifcme 
mode de realisation pref6r6 de la pr&sente invention. La figure 73 est 

10 une coupe selon la ligne B-B de la figure 72. Comme repr6sent§ sur les 
figures 72 et 73 ( la region NMOS 126 form6e dans la region de caisson p" 
169 et la r6gion PMOS 136 form6e dans une region de caisson n" 179 
sont disposes de fa?on mutuellement adjacente. 

La region active NMOS 128 ayant la multiplicity d'6lectrodes de 

15 grille 129 est form6e dans la region NMOS 126, et une region d'isolation 
complete 125 entoure presque enticement la region active NMOS 128. 
La region d'isolation partielle 127 isole seulement une premiere extr6mit6 
de chacune des electrodes de grille 129 (qui est situ6e du cot6 oppos6 
par rapport au transistor PMOS 136) par rapport a sa region environ- 

20 nante. 

Comme repr6sente sur la figure 73, la pellicule d'oxyde 54 et la 
region de caisson 169 formee dans une partie inf6rieure de la pellicule 
d'oxyde 54 constituent la region d'isolation partielle 127. La region 
d'isolation partielle 127 peut avoir une largeur sup6rieure (comme la r6- 

25 gion d'isolation partielle 127 de gauche sur la figure 73) ou inf£rieure 
(comme la region d'isolation partielle 127 de droite sur la figure 73) a la 
largeur des electrodes de grille 129. La region de corps p + 130 est for- 
m6e dans la region de caisson 169 au voisinage des premieres extr6mi- 
tes des electrodes de grille 129. 

30 La region active PMOS 138 ayant la multiplicity d'electrodes de 

grille 139 est formde dans la region PMOS 136, et la r&gion d'isolation 
complete 125 entoure presque entierement la region active PMOS 138. 
Comme dans la r6gion NMOS 126, la region d'isolation partielle 137 (sole 
seulement une premiere extremity de chacune des 6lectrodes de grille 

35 139 (qui se trouve du cote oppos6 par rapport au transistor NMOS 126) 
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par rapport £ sa region environnante. La region de corps n + 140 est for- 
dans la region de caisson 179 au voisinage des premieres extr6mi- 
t6s des Electrodes de grille 139. 

Dans la seconde forme du neuvieme mode de realisation pref6- 
re, les regions desolation partielles isolent les premieres extr£mit6s res- 
pectives des electrodes de grille, de fa?on qu'une region de formation de 
canal s'6tendant au-dessous des electrodes de grille vienne en contact 
avec la region de caisson de la region d'isolation partielle, pour fixer ain- 
si les potentiels eiectriques des substrats des regions de formation de 
transistor respectives. 

La region d'isolation complete 125 entoure presque compiete- 
ment les regions NMOS et PMOS 126 et 136 dans le but de reduire I'aire 
de jonction PN et d'interrompre un chemin par lequel le verrouillage & 
retat passant se produit. 

Dixieme mode de realisation prefer6 
Premiere forme 

La figure 74 est une vue en plan d'une premiere forme du dis- 
positif a semiconducteur ayant la structure SOI conforme £ un dixieme 
mode de realisation prefere de la pr6sente invention. Comme repr6sente 
sur la figure 74, la multiplicity d'electrodes de grille 129 sont form6es 
dans la region active NMOS 128, et la region d'isolation partielle 127 
entoure la region active NMOS 128. Une region de corps p + 146 entoure 
la region d'isolation partielle 127. La figure 101 est une coupe selon la 
Hgne E-E de la figure 74. 

Comme illustre sur la figure 101, la region d'isolation partielle 
127 comprend la pellicule d'oxyde 54 et la region de caisson 169. La r6- 
gion de caisson 169, qui est formee en contact avec une region de for- 
mation de canal formee dans la region active NMOS 128, est sensible d 
du bruit et peut donner lieu au phenomSne de verrouillage & retat pas- 
sant. 

Cependant, dans la premiere forme du dixidme mode de reali- 
sation pr6fer6, la region de corps p + 146 est form6e de fa$on £ entourer 
la region d'isolation partielle 127. Par consequent, le potentiel de subs- 
trat de fa region de corps p* 146 peut etre fix6, par exemple au niveau de 
la masse, pour attenuer I'influence d'autres parties de circuit, pour stabi- 
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liser ainsi le potentiel de substrat. Ceci renforce notablement la resis- 
tance au bruit et au verrouillage a I'etat passant. 

La premiere forme du dixieme mode de realisation prefere, 
comme decrit ci-dessus, convient pour un bloc de circuit d'une source de 
bruit, un bloc de circuit dans lequel on desire eliminer du bruit externa, 
ou autres. Pour la region active PMOS, une region de corps n + peut en- 
tourer la region d'isolation partielle, en produisant des effets similaires. 

Seconde forme 

La figure 75 est une vue en plan d'une seconde forme du dis- 
positif a semiconducteur ayant la structure SOI conforme au dixieme 
mode de realisation prefere de la presente invention. Comme represents 
sur la figure 75, une region NMOS d'entree/sortie 151 et une region 
PMOS d'entree/sortie 152 sont disposees de facon mutuellement adja- 
cente. 

Dans la region NMOS d'entree/sortie 151, la multiplicity d'elec- 
trodes de grille 129 sont formees dans la region active NMOS 128. et une 
region d'isolation partielle 127A entoure la region active NMOS 128. La 
region de corps p + 146 entoure la region d'isolation partielle 127A. Une 
region d'isolation partielle 127B entoure fa region de corps p* 146. 

Dans la region PMOS d'entree/sortie 152, la multiplicite d'elec- 
trodes de grille 139 sont formees dans la region active PMOS 138, et une 
region d'isolation partielle 137A entoure la region active PMOS 138. Une 
region de corps n + 147 entoure la region d'isolation partielle 137A. Une 
region d'isolation partielle 137B entoure la region de corps n* 147. 

De facon generale, des circuits d'entree/sortie sont souvent in- 
fluences par des surtensions et du bruit provenant de I'exterieur de la 
puce. II est done particulierement important d'augmenter la resistance 
des circuits d'entree/sortie au verrouillage a I'etat passant et au bruit. 

Dans la seconde forme du dixieme mode de realisation prefere. 
la region de corps p + 146 et la region de corps n + 147 entourent les re- 
gions d'isolation partielles 127A et 137A des regions NMOS et PMOS 
d'entree/sortie 151 et 152. respectivement. pour reduire le phenomene de 
verrouillage a I'etat passant qui resulte de ('augmentation du potentiel 
des regions de caisson influencees par des surtensions. 

Les regions actives NMOS et PMOS sont entierement recou- 
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vertes par les regions de corps dans la seconde forme du dixieme mode 
de realisation pr6fe>e. Cependant, les regions de corps peuvent etre for- 

m6es au moins au voisinage d'une fronti6re entre la region NMOS d'en- 
tree/sortie 151 et la region PMOS d'entree/sortie 152, pour renforcer ain- 
5 si dans une certaine mesure la resistance au verrouillage d Petat passant 
et au bruit. 

Onzifeme mode de realisation pref6r6 
Premiere forme 

La figure 76 est une vue en plan d'une premiere forme du dis- 
10 positif d semiconducteur ayant la structure SOI conforme £ un onzidme 
mode de realisation pr6fere de la presente invention. 

Comme repr^sente sur la figure 76, la multiplicity d'6lectrodes 
de grille 129 sont formees dans la region active NMOS 128, et une region 
d'isolation partielle flottante 149 entoure la region active NMOS 128. Une 
15 region d'isolation complete 148 entoure la region d'isolation partielle 
flottante 149 

La r6gion d'isolation partielle flottante 149 a une structure & 
deux couches comprenant une pellicula d'oxyde et une region de caisson, 
similaires £ la pellicule d'oxyde partielle 31 et £ la region de caisson 11 

20 representees sur la figure 55. La region de caisson de la region d'isola- 
tion partielle flottante 149 a un potentiel qui n'est pas fix6 mais est tou- 
jours flottant. Du fait que des porteurs g6ner6s par ionisation par chocs 
circulent vers la region de caisson de la region d'isolation partielle flot- 
tante 149 si la region de caisson de la region d'isolation partielle flot- 

25 tante 149 est flottante, I'augmentation de potentiel eiectrique est minimi- 
see. De plus, la region de caisson de la region d'isolation partielle flot- 
tante 149 disperse la charge eiectrique qui est produite par des rayons 
cosmiques, pour renforcer la resistance £ des erreurs passag£res. 

La structure de la premiere forme du onzidme mode de realisa- 

30 tion prefer6, qui comprend la region d'isolation partielle flottante 149, est 
effective pour un circuit a densite elev6e, comme une memoire vive stati- 
que, pour lequel il est difficile d'etablir un contact avec la region de 
corps. 

L'incorporation de la region d'isolation complete 148 est sou- 
35 haitable en termes de renforcement de la resistance au verrouillage £ 
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Petat passant, mais n'est pas necessairement exig§e. 
Seconde forme 

La figure 77 est une vue en plan d'une seconde forme du dis- 
positif a semiconducteur ayant la structure SOI conforme au onzidme 
5 mode de realisation prefere de la pr6sente invention. 

Comme illustre sur la figure 77, une r6gion de corps p + flottante 
150 est form6e dans la region d'isolation partielle flottante 149. La 
structure restante de la seconde forme representee sur la figure 77 est 
similaire d celle de la premiere forme representee sur la figure 76. 
10 Le potentiel electrique de la region de corps p + flottante 150 

n'est pas fixe mais est toujours flottant. Par consequent, la region de 
caisson de la region d'isolation partielle flottante 149 est egalement flot- 
tante. 

Avec la region de caisson de la region desolation partielle 149 
15 a retat flottant dans la seconde forme, ('augmentation de potentiel 6lec- 
tnq U e est minimisee et la resistance a des erreurs passageres est renfor- 
c6e, comme dans la premiere forme. 

En outre, la presence de la r6gion de corps p + flottante 150 
dans la seconde forme favorise la recombinaison des porteurs pour pro- 
20 duire une reduction de I'effet de substrat flottant plus marquee que dans 
la premiere forme. 

Douzifeme mode de realisation prefere 

Premiere forme 

La figure 78 est une vue en plan d'une premiere forme du dis- 
25 positif 3 semiconducteur ayant la structure SOI conforme & un douzieme 

mode de realisation pref6re de la presente invention. La figure 79 est 

une coupe selon la ligne C-C de la figure 78. 

Comme illustre sur les figures 78 et 79, un transistor NMOS a 

une region de drain 153, une region de source 154 et une electrode de 
30 grille 155, et une region de corps p + 156 est disposee en position adja- 

cente £ la region de source 154 du transistor NMOS. La region de source 

154 et la region de corps 156 sont connectees eiectriquement a une cou- 

che d'interconnexion en aluminium 160 par rinterm6diaire d'un contact 

158. 
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La region de drain 153 est connectee electriquement a une 
couche d'interconnexion en aluminium 159 par I'intermediaire d'un con- 
tact 157. Une region d'isolation partielle 161 entoure la region de drain 
153, la region de source 154 et la region de corps 156. 

Comme represents sur la figure 79, la region d'isolation par- 
tielle 161 comprend une pellicule d'oxyde 162 et une region de caisson p" 
177. Pour faciliter la connexion entre la region de source 154 et la region 
de corps 156, une couche de siliciure 163 est form6e sur les surfaces 
superieures de la region de source 154 et de la region de corps 156, et le 
contact 158 est forme sur la couche de siliciure 163. Une partie de la 
couche SOI 3 qui s'etend au-dessous d'une pellicule d'oxyde de grille 178 
pour I'electrode de grille 155 remplit la fonction d'une region de formation 
de canal 170. 

Dans une telle structure, la couche d'interconnexion en alumi- 
nium 160 fixe les potentiels electriques de la region de source 154 et de 
la region de corps 156 au niveau de la masse, pour fixer la region de 
caisson 177 au meme potentiel que la region de source 154, pour fixer 
ainsi le potentiel electrique de la region de formation de canal 170 a tra- 
vers la region, de caisson 177. 

Dans la premiere forme du douzieme mode de realisation pref6- 
re, fa region de source 154 et [a region de corps 156 sont disposers de 
facon mutuellement adjacente, comme represents sur les figures 78 et 
79, ce qui a pour effet d'augmenter le degre d'integration. 

Un transistor PMOS peut etre realist de facon similaire. a I'ex- 
ception du fait que les potentiels electriques d'une region de source et 
d'une region de corps sont fix6s au niveau d'alimentation. 
Seconde forme 

La figure 80 est une vue en plan d'une seconde forme du dis- 
positif a semiconducteur ayant la structure SOI conforme au douzieme 
mode de realisation prefere de la presente invention. La figure 81 est 
une coupe selon la ligne D-D de la figure 80. 

Comme represents sur les figures 80 et 81, une region de corps 
p + 164 est disposee en position adjacente a la region de source 154. La 
region de source 154 et la region de corps 164 sont connectees electri- 
quement a une couche d'interconnexion en aluminium 166 par I'intermS- 
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diaire d'un contact 165. Le contact 165 est forme en contact avec la re- 
gion de source 154 et la region de corps 164. La r6gion d'isolation par- 
tielle 161 entoure la region de drain 153, la region de source 154 et la 
region de corps 164. 
5 En se r6f6rant a la figure 81, on note qu'une couche de siliciure 

167 est form6e sur la region de source 154, et le contact 165 est forme 
sur la region de corps 164 et sur une partie de la couche de siliciure 167. 
La structure restante de la seconde forme representee sur les figures 80 
et 81 est similaire £ celle de la premiere forme representee sur les figu- 

10 res 78 et 79. 

Dans une telle structure, la couche d'interconnexion en alumi- 
nium 166 fixe les potentiels electriques de la region de source 154 et de 
la r6gion de corps 164 au niveau de la masse, pour fixer la region de 
caisson 177 au mSme potentiel que la r6gion de source 154, pour fixer 

15 ainsi le potentiel electrique de la region de formation de canal 170 a tra- 
vers la region de caisson 177. 

Dans la seconde forme du dogzieme mode de realisation prefe- 
r6, la region de source 154 et la region de corps 164 sont dispos6es de 
fa$on mutuellement adjacente, comme repr6sente sur les figures 80 et 

20 81, ce qui a pour effet d'augmenter le degr6 d'int6gration. 

Troisieme forme 

En se referant a la figure 82, on note que la region de corps 
164 est form6e dans une region qui fait normalement partie de la region 
de source 154 et qui est adjacente a la region d'isolation partielle 161, et 

25 que le contact 165 est form6 sur la region de source 154. Ceci produit 
des effets similaires £ ceux de la seconde forme. 

Dans la troisieme forme du douzieme mode de realisation pr6f6- 
r6, la region de corps 164 est contenue £ Pint6rieur de la region qui doit 
remplir la fonction d'une partie de la region de source 154, comme repr6- 

30 sente sur la figure 82, ce qui augmente encore davantage le degr6 d'in- 
tegration en comparaison avec les premiere et seconde formes. 

Treizi6me mode de realisation prefere 

La figure 83 est une coupe du dispositif a semiconducteur ayant 
la structure SOI conforme a un treizieme mode de realisation pref6re de 
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la pr6sente invention. Comme repr6sente sur la figure 83, une region 
desolation partielle comprenant une pellicule d'oxyde 173 et une region 
de caisson (ayant une paire de regions p 174 et 175 et une region p- 
176) form6e au-dessous de la pellicule d'oxyde 173 ( assure I'isolation 
entre des regions actives n* 171 et 172. Les regions actives n + 171 et 
172 correspondent par exemple respectivement £ des regions de source 
et de drain d'un transistor. Les regions p 174 et 175 constituent des re- 
gions p6riph6rlques de la region de caisson adjacentes aux regions acti- 
ves n + 171 et 172, et ia region p" 176 constitue une region centrale de la 
region de caisson. 

Ainsi, le treizieme mode de realisation pr6f6r6 est adapts de 
fa?on que la concentration en impurete des regions p 174 et 175 respec- 
tivement adjacentes aux regions actives n + 171 et 172, soit sup6rieure £ 
celle de la region p" 176, pour renforcer la resistance au claquage dans 
la region d'isolation partielle. 

Les regions p 174 et 175 peuvent etre fabriquees comme repr6- 
sente sur la figure 83 en implantant des ions de bore ou des ions de BF 2 
de fa9on & atteindre la region de caisson par la technique d'implantation 
ionique avec rotation en oblique, apr£s qu'une region de caisson p- a 6t6 
form6e au-dessous de la pellicule d'oxyde 173. 

Par exemple, on peut implanter des ions de bore (B) avec une 
energie de 20 keV, £ un angle de 45° et £ une dose de 4 x 10 13 
ions/cm 2 . Avec une faible energie d'implantation pour B et BF 2 (par 
exemple une energie d'implantation de 20 keV pour BF 2 ), les regions p 
174 et 175 sont form6es dans des positions adjacentes aux regions acti- 
ves n + 171 et 172, par diffusion acceier6e resultant de defauts de r6seau 
cristallin qui se produisent lorsqu'une impurete n + est implantee. 

Quatorzieme mode de realisation or6f6r6 
Premifere forme 

La figure 84 est une coupe d'une premiere forme du dispositif £ 
semiconducteur ayant la structure SOI conforme £ un quatorzieme mode 
de realisation pr6fer6 de la pr6sente invention. Comme repr6sente sur la 
figure 84, un transistor NMOS form6 dans la couche SOI 3 recouvrant la 
pellicule d'oxyde entente 2 sur le substrat en silicium 1, et comprenant 
une region de drain 183, une region de source 184, une pellicule d'oxyde 
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de grille 185, une Electrode de grille 186 et une r6gion de formation de 
canal 187, est partiellement isole par une region d'isolation partielle 
comprenant une pellicule d'oxyde 181 et une region de caisson 182. 

En se referant a la partie droite de la figure 84. on note que le 
5 dispositif a semiconducteur de la figure 84 est con$u de fa9on qu'une 
comparaison entre un profit de concentration en impurete pour la region 
de drain 183 et la region de source 184, et un profil de concentration en 
impurete pour la region de caisson 182 montre qu'un maximum de la con- 
centration en impurete pour la region de caisson 182 est plus profond & 

10 partir de la surface de la couche SOI 3 qu'un maximum de concentration 
en impurete pour la region de drain 183 et la region de source 184. 

Dans le dispositif £ semiconducteur de la premiere forme du 
quatorzieme mode de realisation pref6r6, la jonction PN des regions de 
drain et de source 183, 184 et la region de caisson 182 peuvent etre for- 

15 m6es & un emplacement auquel la concentration en impurete des regions 
de drain et de source 183, 184 et la concentration en impurete de la re- 
gion de caisson 182 sont toutes deux faibles dans les profils de concen- 
tration en impurete. Ceci augmente la tension de claquage de la jonction 
PN des regions de drain et de source 183, 184 et de la region de caisson 

20 182. 

Seconde forme 

La figure 85 est une coupe d'une seconde forme du dispositif d 
semiconducteur ayant la structure SOI conforme au quatorzieme mode de 
realisation pr6f6r6 de la presente invention. Le dispositif £ semiconduc- 

25 teur de la seconde forme representee sur la figure 85 a une structure si- 
milaire a celle de la premiere forme. 

En se referant a la partie droite de ia figure 85, on note que le 
dispositif d semiconducteur de la figure 85 est con$u de fa?on qu'une 
comparaison entre un profil de concentration en impurete pour la region 

30 de caisson 182 et un profil de concentration en impurete pour la region 
de formation de canal 187 montre qu'un maximum de concentration en 
impurete pour la region de caisson 182 est moins profond £ partir de la 
surface de la couche SOI 3 qu'un maximum de concentration en impurete 
pour la region de formation de canal 187. Par exemple, lorsqu'un effec- 

35 tue une implantation ionique avec la surface superieure de la pellicule 
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d'oxyde 181 pour Isolation partielle placee au-dessus de la surface de la 
couche SOI 3 pour former simultanement la region de caisson 182 et la 
region de formation de canal 187, le profil de concentration en impurete 
pour la region de formation de canal 187 presente automatiquement le 
maximum plus profond que le maximum de la region de caisson 182. 

Dans le dispositif a semiconducteur de la seconde forme du 
quatorzieme mode de realisation prefere. la concentration en impurete de 
la surface de la region de formation de canal 187 est suffisamment 
abaissee pour eviter qu'une tension de seuil ne depasse une valeur desi- 
ree. 

Quinziem e mode de realisation pr4f 6r6 
Premiere forme 

La figure 86 est une coupe d'une premiere forme du dispositif a 
semiconducteur ayant la structure SOI conforme a un quinzieme mode de 
realisation prefere de la presente invention. Comme represents sur la 
figure 86, des regions actives n + 191 a 193 sont form6es selectivement 
dans la couche SOI 3 recouvrant la pellicule d'oxyde enterree 2 sur le 
substrat en silicium 1. Une region d'isolation complete 209 assure Insola- 
tion entre les regions actives n + 191 et 192, et une region d'isolation 
partielle 219 assure I'isolation entre les regions actives n + 192 et 193. 

La region d'isolation complete 209 comprend une pellicule 
d'oxyde 188 et une region de caisson (ayant une paire de regions de 
caisson p" 194, 195 et une paire de regions de caisson p 196, 197) for- 
mee au-dessous de la pellicule d'oxyde 188. La pellicule d'oxyde 188 a 
une partie d'isolation dielectrique complete centrale 229 s'etendant a tra- 
vers la couche SOI 3, pour etablir une isolation complete entre les re- 
gions actives n + 191 et 192. La region d'isolation partielle 219 comprend 
une pellicule d'oxyde 189 et une region de caisson p" 198 s'etendant au- 
dessous de la pellicule d'oxyde 189. 

La region de caisson au-dessous de la pellicule d'oxyde 188 est 
concue de facon que la concentration en impurete des regions de caisson 
p 196, 197 adjacentes a la partie d'isolation dielectrique complete 229, 
soit superieure a celle des autres regions 194, 195. 

Au voisinage de la partie d'isolation dielectrique complete 229, 
il y a une probability elevee que des conditions indesirables apparals- 
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sent; par exemple. des contraintes appliquees a la couche SOI 3 deve- 
loppent une charge electrique, et un claquage est susceptible de se pro- 
duce a cause de la segregation d'impuretes dans la pellicule d'oxyde. 

Cependant, les regions de caisson p 196, 197 ayant une con- 
centration en impurete relativement elevee sont formees dans des posi- 
tions adjacentes a la partie d'isolation dielectrique complete 229, pour 
diminuer la probability des conditions indesirables dans la premiere 
forme du quinzieme mode de realisation prefers. 

Seconde forme 

La figure 87 est une vue en plan d'une seconde forme du dis- 
positif a semiconducteur ayant la structure SOI conforme au quinzieme 
mode de realisation prefere de la pr^sente invention. Comme represents 
sur la figure 87, des regions d'isolation partielles 204 a 207 entourent un 
transistor NMOS ayant une region de drain 201, une region de source 
202 et une Electrode de grille 203. Une region d'isolation complete 208 
entoure les regions d'isolation partielles 204 a 207. 

Les regions d'isolation partielles 204 a 207 sont adapters de 
facon que les regions de caisson p 206 et 207 ayant une concentration 
en impurete relativement elevee soient disposees dans des positions ad- 
jacentes a I'electrode de grille 203, et que les regions de caisson p" 204 
et 205 ayant une concentration en impurete relativement faible soient 
disposees dans d'autres regions en contact avec la region de drain 201 
et la r6gion de source 202. 

Dans la configuration de la seconde forme du quinzieme mode 
de realisation prefSre, les regions de caisson p" 204 et 205 reduisent la 
capacite de jonction PN et les regions de caisson p 206 et 207 empe- 
chent le claquage. 

Seizieme mode de realisation prefere 
Premiere forme 

La figure 88 est une coupe d'une premiere forme du dispositif a 
semiconducteur ayant la structure SOI conforme a un seizieme mode de 
realisation pretere de la presente invention. Comme illustre sur la figure 
88, une pellicule d'oxyde 211 pour une region d'isolation partielle est 
formee dans la couche SOI 3 recouvrant la pellicule d'oxyde entente 2 
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sur le substrat en silicium 1. 

L'optimisation de la forme d'isolation exige de conserver un 

6quilibre entre la reduction de la largeur d'isolation et l'att6nuation de 
contraintes appliqu6es d la couche SOI. Pour la reduction de la largeur 
5 d'isolation, il est souhaitable qu'une pellicule d'oxyde pour une region 
d'isolation partielle ait une forme pr6sentant une courbure plus marqu6e 
(ou un plus faible rayon de courbure) dans sa partie de coin et une sur- 
face s'etendant dans une direction de profondeur qui est aussi proche 
que possible de la verticale. Au contraire, pour l'att6nuation des con- 

10 traintes, il est souhaitable que la partie de coin de la pellicule d'oxyde ait 
une courbure plus douce (ou un plus grand rayon de courbure). De plus, 
un bee d'oiseau est de preference aussi petit que possible pour garantir 
la largeur effective d'une region active. 

D'un tel point de vue, la forme en coupe de la pellicule d'oxyde 

15 211 de la premidre forme est telle qu'une forme de bee d'oiseau FA 
(saillie) a un coin de surface pr6sente une courbure plus marquee pour la 
r6duction de la largeur d'isolation, et une forme de coin inferieure FC 
prSsente une courbure plus douce pour I'attSnuation des contraintes. 
Pour la reduction de la largeur d'isolation, il est souhaitable qu'au moins 

20 une partie d'une forme de surface laterale FB s'6tendant dans la direction 
de la profondeur soit aussi proche que possible de la verticale. 

Seconde forme 

La figure 89 est une coupe d'une seconde forme du dispositif d 
semiconducteur ayant la structure SOI conforme au seizifcme mode de 

25 realisation pr6fer6 de la pr6sente invention. Comme repr6sent6 sur la 
figure 89, une pellicule d'oxyde 212 pour une region d'isolation complete 
est form6e dans la couche SOI 3 recouvrant la pellicule d'oxyde entente 
2 sur le substrat en silicium 1. 

D'un point de vue similaire £ celui de la premiere forme, la 

30 forme en coupe de la pellicule d'oxyde 212 comprend les formes FA, FB, 
FC similaires d celles de la premiere forme. De plus, une forme de partie 
consistant en une marche, FD, definie entre une partie d'isolation di6lec- 
trique complete £ une surface inf6rieure et une partie d'isolation partielle, 
pr6sente une courbure plus marquee que celle de la forme FC, pour r6- 

35 duire la largeur d'isolation. 
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Dix-septieme mode de realisation prefere 
Premiere forme 

1 ' 

La figure 90 est une coupe d'une premiere forme du dispositif e 
semiconducteur ayant la structure SOI conforme a un dix-septidme mode 
5 de realisation pr6f6re de la presente invention. La premiere forme du dix- 
septi6me mode de realisation prefer6 procure un circuit represents sur la 
figure 91. En se r6f6rant b la figure 91, on note qu'une configuration de 
circuit de la premiere forme comprend une inductance en spirale 199 
connectee entre une electrode de grille d'un transistor Q21 pour un cir- 

10 cuit analogique et une premiere electrode d'un transistor Q22 pour un 
circuit analogique. 

En se referant a la figure 90, on note que la pellicula d'oxyde 
enterree 2 est formee sur un substrat en silicium 200 £ resistance eiev6e ( 
et les transistors Q21 et Q22 sont fabriques dans la couche SOI 3 recou- 

15 vrant la pellicule d'oxyde enterr6e 2. 

Chacun des transistors Q21 et Q22 comprend la region de drain 
5, la region de source 6/ la region de formation de canal 7, la pellicule 
d'oxyde de grille 8 et ('electrode de grille 9. Une pellicule d'oxyde 210 
ayant une aire reiativement grande assure une isolation complete entre 

20 les transistors Q21 et S22. La pellicule d'oxyde 33 ayant une aire reiati- 
vement petite assure une isolation complete entre chacun des transistors 
Q21, Q22 et sa region environnante. Les regions de caisson 29 sont for- 
mees dans des parties infeheures des pellicules d'oxyde 210 et 33. 

La pellicule dielectrique inter-couche 4 est form6e sur la totaiite 

25 de la surface de la couche SOI 3 comprenant les transistors Q21 et Q22. 
Une premiere couche d'interconnexion 221 est form6e s6lectivement sur 
la pellicule dielectrique inter-couche 4. Des parties de la premiere couche 
d'interconnexion 221 sont connectees electriquement aux regions de 
drain 5 et aux regions de source 6 des transistors Q21 et Q22 £ travers 

30 des trous de contact 244. 

Une pellicule dielectrique inter-couche 220 est formee sur la 
totaiite de la surface de la pellicule dielectrique inter-couche 4 compre- 
nant la premiere couche d'interconnexion 221. Une seconde ligne d'inter- 
connexion 222 est form6e seiectivement sur la pellicule dielectrique inter- 

35 couche 220. Une partie de la seconde ligne d'interconnexion 222 forme 
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I'inductance en spirale 199. Des parties de la seconde ligne d'intercon- 
nexion 222 sont connectees electriquement a des parties associees de la 
premiere couche d'interconnexion 221 (221a), a travers des trous de 
contact 254, respectivement. L'electrode de grille 9 du transistor Q21 est 
connectee a la premiere partie de couche d'interconnexion 221a par I'in- 
termediaire d'un trou de contact forme a travers la peliicule dielectrique 
inter-couche 4, bien que ceci ne soit pas represents sur la figure 90. 

Une telle structure de la premiere forme a une region dielectri- 
que complete comprenant la peliicule d'oxyde 210 et les regions de cais- 
son 29 sous I'inductance en spirale 199, pour reduire une capacite para- 
site associee a I'inductance en spirale 199. Plus precisement, si une re- 
gion d'isolation sous I'inductance en spirale 199 est une region d'isola- 
tion partielle comprenant une peliicule d'oxyde et une region de caisson, 
une capacite parasite est produite entre la region de caisson et I'induc- 
tance en spirale 199, ce qui diminue un facteur de qualite Q (un rapport 
entre I'energie perdue et I'energie emmagasinee), ce qui conduit a des 
pertes d'energie, auquel cas on n'obtient pas les performances desirees 
pour I'inductance. La structure de la premiere forme elimine de telles 
conditions indesirables. 

L'utilisation du substrat en silicium 200 a resistance elevee a 
titre de substrat sous-jacent pour le substrat SOI dans la premiere forme, 
reduit les pertes d'energie dues a des courants de Foucault et a la capa- 
cite, elle reduit la capacite parasite et elle augmente le facteur de qualite 
Q. 

Du fait que des circuits analogiques sont exiges pour se prote- 
ger contre des bruits parasites, la peliicule d'oxyde 210 ou la peliicule 
d'oxyde 33 isole complement de leurs regions environnantes les tran- 
sistors Q21 et Q22 pour des circuits analogiques, de facon a separer 
electriquement les transistors Q21 et Q22 par rapport a I'exterieur, ce qui 
augmente les performances. 

Bien que ceci ne soit pas represents sur la figure 90, si une 
region d'isolation partielle est formee au-dessous d'une plage de con- 
nexion, une capacite parasite elevee est susceptible d'etre produite dans 
le cas de I'inductance en spirale. ce qui entraine des pertes d'energie. II 
est done souhaitable qu'une region d'isolation complete soit etablie sous 
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la plage de connexion, ainsi que sous Pinductance en spirale 199. 
Seconde forme 

La figure 92 est une coupe d'une seconde forme du dispositif a 
semiconducteur ayant la structure SOI conforme au dix-septidme mode 
5 de realisation prdfere de la presente invention La seconde forme du dix- 
septi^me mode de realisation prefer6, similaire a la premiere forme, pro- 
cure le circuit repr6sente sur la figure 91. 

Comme repr6sente sur la figure 92, une pellicula d'oxyde 218 
ayant une relativement grande etendue, et une region & resistance ele- 

10 v6e 223 et des regions de caisson 224 qui sont form6es au-dessous de la 
pellicule d'oxyde 218 procurent une isolation partielle entre les transis- 
tors Q21 et Q22. La pellicule d'oxyde 31 ayant une relativement faible 
etendue et la region de caisson 11 (12) form6e au-dessous de la pellicule 
d'oxyde 31 procurent une isolation partielle entre chacun des transistors 

15 Q21, Q22 et sa region environnante. 

La region £ resistance elev6e 223 occupe la majeure partie de 
retendue au-dessous de la pellicule d'oxyde 218, et les regions de cais- 
son 224 occupent une petite etendue p6ripherique. La structure restante 
de la seconde forme est similaire £ celle de la premiere forme repr6sen- 

20 tee sur la figure 90. 

Dans la seconde forme du dix-septieme mode de realisation 
prefere, bien que isolation partielle soit etablie, la pellicule d'oxyde 218 
et la region £ resistance eiev6e 223 occupent presque toute la partie de 
la region desolation partielle se trouvant sous ('inductance en spirale 

25 199. Ceci attenue suffisamment la capacite parasite associee £ I'induc- 
tance en spirale 199. 

La region £ resistance elevee 223 peut etre fabriquee de ma- 
nure qu'aucune impurete ne soit introduite dans la region £ resistance 
elevee 223. Selon une variante, le procede de fabrication de la region £ 

30 resistance elevee 223 peut comprendre les etapes d'implantation d'ions 
de silicium £ une dose s'elevant jusqu'a 1 x 10 20 ions/cm 2 , par exemple, 
pour rendre amorphe une region inferieure de la pellicule d'oxyde, et en- 
suite de chauffage de la region inferieure pour former une couche de sili- 
cium polycristallin constituant la region £ resistance elevee 223. 
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Dix-huitie me mode de realisation prefere 

La figure 93 est une vue en plan du dispositif a semiconducteur 
ayant ia structure SOI conforme a un dix-huitieme mode de realisation 
prefere de la presente invention. Comme represents sur la figure 93, une 
region d'isolation complete 240 assure une isolation complete entre des 
regions de transistor DT-MOS 225 et 226. Un transistor DT-MOS est un 
transistor MOS ayant une electrode de grille et une region de corps 
(region de formation de canal) qui sont au meme potentiel. Chacune des 
regions de transistor DT-MOS 225 et 226 comprend une region active 
NMOS n + 232 et une region de corps p + 234 qui sont formees dans une 
region de caisson p 231 (une region d'isolation partielle 230). La region 
active NMOS 232 est connectee a des couches d'interconnexion 239 par 
I'intermediaire de contacts 238. Une electrode de grille 233 formee dans 
une partie mediane de la region active NMOS 232 est connectee electri- 
quement a une couche d'interconnexion 237 par I'intermediaire d'un 
contact 235 (contact de grille). La region de corps 234 est connectee 
electriquement a la couche d'interconnexion 237 par I'intermediaire d'un 
contact 236 (contact de corps). 

La couche d'interconnexion 237 est utilisee pour fixer I'elec- 
trode de grille 233 et la region de corps 234 au meme potentiel, afin de 
diminuer une tension de seuil a I'etat conducteur, ce qui a pour effet 
d'augmenter la vitesse de fonctionnement du dispositif a semiconducteur. 

Ainsi, conformement au dix-huitieme mode de realisation prefe- 
rs, le potentiel electrique de la region de formation de canal est fixe a 
travers la region de corps 234 et la region de caisson 231. et la region 
d'isolation complete 240 procure une isolation complete entre les regions 
de transistor DT-MOS 225 et 226. Par consequent, un transistor DT-MOS 
a hautes performances est forme relativement aisement. Le contact de 
corps et le contact de grille peuvent etre remplaces par un contact parta- 
ge qui est connecte en commun a I'electrode de grille 233 et a la region 
de corps 234. 

Dix-neuvie me mode de realisation prefere 

La figure 94 est une coupe du dispositif a semiconducteur ayant 
la structure SOI conforme a un dix-neuvieme mode de realisation prefere 
de la pr6sente invention. 
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Comme represents sur la figure 94, dans une region de forma- 
tion de transistor 227 dans laquelle doit etre form6 un transistor ayant 
une largeur de grille W relativement faible, on forme des transistors MOS 
comprenant chacun une region de drain 245, une r6gion de source 246, 
5 une r6gion de formation de canal 247, une pellicule d'oxyde de grille 248 
et une electrode de grille 249. La pellicule d'oxyde partielle 31 et la re- 
gion de caisson 11 (12) procurent une isolation partielle entre les tran- 
sistors MOS. La pellicule d f oxyde complete 32 isole completement les 
transistors MOS par rapport a leurs r6gions environnantes. 

10 La pellicule dielectrique inter-couche 4 est form6e sur la totality 

de la surface de la couche SOI 3 comprenant les transistors MOS dans la 
region de formation de transistor 227. Une couche d'interconnexion 242 
est form6e selectivement sur la pellicule dielectrique inter-couche 4. La 
couche d'interconnexion 242 est connectee electriquement aux regions 

15 de drain et de source 245 et 246 a travers des trous de contact 241. 

Dans une region de formation de transistor 228 dans laquelle 
doit etre form6 un transistor ayant une largeur de grille W relativement 
grande, on forme des transistors MOS comprenant chacun une r§gion de 
drain 255, une region de source 256, une region de formation de canal 

20 257, une pellicule d'oxyde de grille 258 et une Electrode de grille 259. La 
pellicule d'oxyde partielle 31 et la region de caisson 11 (12) procurent 
une isolation partielle entre les transistors MOS. La pellicule d'oxyde 
complete 32 isole complement les transistors MOS par rapport a leurs 
regions environnantes. 

25 La pellicule dielectrique inter-couche 4 est form6e sur la totality 

de la surface de la couche SOI comprenant les transistors MOS dans la 
region de formation de transistor 228. Une couche d'interconnexion 252 
est form6e s6lectivement sur la pellicule dielectrique inter-couche 4. La 
couche d'interconnexion 252 est connectee 6lectriquement aux regions 

30 de drain et de source 255 et 256 a travers des trous de contact 251. 

La profondeur des regions de drain et de source 245 et 246 
dans la region de formation de transistor 227 est fix6e de fapon qu'au 
moins une partie de la couche de depletion 243 s'6tendant d partir de la 
source/drain atteigne la pellicule d'oxyde entente 2 dans l'6tat de polari- 

35 sation nulle, ce qui reduit la capacity de jonction. La profondeur des r6- 
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gions de drain et de source 245 et 246 peut etre fixee de facon a attein- 
dre la pellicule d'oxyde enterree 2. 

D'autre part, la profondeur des regions de drain et de source 
255 et 256 dans la region de formation de transistor 228 ayant la largeur 
de gn.le W relativement grande, est fixee de facon qu'une couche de de- 
plet,on 253 s'etendant a partir de la source/drain n'atteigne pas la pelli- 
cule d'oxyde enterree 2 dans ,'etat de polarisation nulle, ce qui garantit ,a 
f.xat,on du potentiel electrique de la region de formation de canal 257 

Les deux types de regions de drain/source dans les regions de 
formation de transistor 227 et 228 sont fabriques en imp.antant des impu- 
retes avec des energies d'implantation differentes pour la formation de 
source/drain, ou en implantant des impuretes avec des doses differentes 
pour la formation d'un canal dope de facon non uniforme. 

Selon une variants, le processus pour la fabrication des deux 
types de regions de drain/source peut comprendre les etapes consistent 
a former les regions de source/drain ayant une profondeur qui ne permet 
pas a la couche de dep.etion d'atteindre la pellicule d'oxyde enterree 2 
dans I'etat de polarisation nulle, et ensuite a implanter a nouveau des 
-mpuretes, en supplement, de facon que seules les regions de 
source/drain dans la region de formation de transistor 227 deviennent 
plus profondes. 

Vinatieme mode de rea lisation prater* 
Premiere forme 

La figure 95 est une coupe d'une premiere forme du dispositif a 
semiconducteur ayant «a structure SOI conforme a un vingtieme mode de 
real.sation prefere de la presente invention. Comme represent* sur la 
figure 95, des regions n* 261 et 262 sont formees selectivement dans la 
couche SOI 3 recouvrant la pellicule d'oxyde enterree 2 sur le substrat en 
s.l.c.um 1. Une region d'isolation partielie comprenant une region p- 263 
et une pellicule d'oxyde 264 est formee entre les regions n* 261 et 262 
Les regions n* 261, 262, la region p- 263 et la pellicule d'oxyde 264 
constituent un transistor de champ. Le transistor de champ a une struc- 
ture dans laquelle une partie de grille (une pellicule d'oxyde de grille et 
une electrode de grille) d'un transistor MOS est remplacee par une pe.li 
cule d'oxyde. 
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Dans la premiere forme du vingtteme mode de realisation pr£f6- 
r£, la structure de la region d'isolation partielle comprenant la region p" 
263 et la pellicule d'oxyde 264 est utilis6e pour constituer le transistor de 
champ. Le transistor de champ est applicable d un dispositif pour un cir- 
5 cuit de protection ou autres. 

La partie de grille du transistor de champ conforme au ving- 
ti&me mode de realisation pr6fere a une structure fondamentalement si- 
milaire d celle de la region d'isolation partielle. Par consequent, la partie 
de grille et la region d'isolation partielle peuvent £tre form6es en mfeme 
10 temps, grace & quoi le transistor de champ est forme relativement ais6- 
ment. 

La figure 96 est un schema de circuit d'une partie d'entree d'un 
circuit auquel des transistors de champ sont appliques. Comme repr6- 
sente sur la figure 96, un transistor de champ Q31 a une premiere 6lec- 
15 trode connectee £ la borne d'entree externe P1 et une seconde electrode 
connectee £ la masse. Un transistor de champ Q33 est connects entre 
une alimentation et une masse. La structure restante de la figure 96 est 
similaire d celle representee sur la figure 66, et la description la concer- 
nant sera omise ici. 

20 Ainsi, le transistor de champ Q31 remplit la fonction d'un circuit 

de protection entre la borne d*entr§e externe P1 et le niveau de la 
masse, et le transistor de champ Q33 procure un chemin de diode para- 
site entre I'alimentation et le niveau de la masse. 

La figure 97 est un schema de circuit d'une partie de sortie d'un 

25 circuit auquel des transistors de champ sont appliques. Comme repr6- 
sente sur la figure 97, un transistor de champ Q32 a une premiere Elec- 
trode connectee £ une borne de sortie externe P4 et une seconde Elec- 
trode connectee d la masse. Un transistor de champ Q34 est connecte 
entre une alimentation et une masse. La structure restante de la figure 

30 97 est similaire d celle representee sur la figure 67, et la description la 
concernant sera omise ici. 

Ainsi, le transistor de champ Q32 remplit la fonction d'un circuit 
de protection entre la borne de sortie externe P4 et le niveau de la 
masse, et le transistor de champ Q34 procure un chemin de diode para- 

35 site entre 1'alimentation et le niveau de la masse. 
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Les transistors de champ ont de preference une structure de 
type NMOS, comme represent sur la figure 95, a cause de sa possibility 
de decharge elevee, mais une structure de type PMOS peut egalement 
e tre uflisee. auquel cas un transistor de champ serait connecte entre une 
al.mentation et la borne d'entree externe P1, a la place des transistors de 
champ Q31, Q32. 

Seconde forme 

La figure 98 est une coupe d'une seconde forme du dispositif a 
sem.conducteur ayant la structure SOI conforme au vingtieme mode de 
realisation prefere de la presente invention. Comme represents sur la 
f.gure 98, une pellicule d'oxyde complete 265 entoure les regions n + 261 
et 262 pour isoler complement les regions n* 261 et 262 par rapport a 
leurs regions environnantes. La structure restante de la figure 98 est si- 
milaire a cel.e de la premiere forme representee sur la figure 95, et la 
is description la concernant sera omise ici. 

On prevoit que la seconde forme, dans laquelle la pellicule 
d oxyde complete 265 entoure le transistor de champ entier, produira 
d excellents effets d'elimination du bruit et autres. 

En outre, lorsque le transistor de champ est utilise a titre de 
circu.t de protection, la seconde forme peut eviter de facon fiable I'exis- 
tence d'un chemin de courant parasite vers d'autres elements constitutifs. 
Troisteme forme 

La figure 99 est une vue en plan d'une troisieme forme du dis- 
pos,t.f a semiconducteur ayant la structure SOI conforme au vingtieme 
mode de realisation prefere de la presente invention. Une multiplied de 
r« 0 ion. n 261 et 262 sont disposees en alternance. La pe.licu.e d'oxyde 
264 et la region p- 263 procurent une iso.ation partielle entre des regions 
adjacentes parmi les regions n* 261. 262. et la pellicule d'oxyde com- 
plete 265 isole completement .es regions n* 261. 262 par rapport a leurs 
30 regions environnantes. 

Les multiples regions n + 261 sont connectees en commun a une 
borne de connexion P11. et les multiples regions n* 262 sont connectees 
en commun a une borne de connexion P12. Par consequent. ,es multiples 
regions n' 261 et 262 disposees en une configuration en peigne sont 
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connectees electriquement en parallele pour ameliorer leurs possibilit6s 
de decharge. 

Modification 

II n'est pas necessaire que la profondeur des regions de 
5 source/drain (regions n + 261, 262) du transistor de champ atteigne la 
pellicule d'oxyde enterree 2, mais elle peut etre definie de fa?on e per- 
mettre £ la couche de desertion d'atteindre la pellicule d'oxyde enterree 
2. 

Modifications suppl6mentaires 

10 Le processus pour faire en sorte que les regions de 

source/drain atteignent la pellicule d'oxyde enterree peut employer la 
technique classique d'implantation d'impuretes & une profondeur suffi- 
sante pour former les regions de source/drain, ou d'implantation d'impu- 
retes pour etablir un maximum de concentration en impurete profond, 

15 apres Timplantation d'impuretes pour etablir un maximum de concentra- 
tion en impurete a faible profondeur. 

Cependant, ce processus n'est pas capable d'etablir le maxi- 
mum de concentration en impurete & une position peu profonde dans les 
regions de source/drain, et une distribution d'impurete suffisamment 

20 profonde pour s'etendre & travers la couche SOI 3, comme dans la pre- 
miere forme du quatorzieme mode de realisation prefer6 P representee sur 
la figure 85. 

Par consequent, on peut appliquer un proc6de d'implantation 
d'impuret6s sous un angle proche de z6ro degr6, et avec une energie 

25 d'implantation suffisamment faible, pour etablir un maximum de concen- 
tration en impurete a une position relativement peu profonde dans la 
couche SOI 3, comme indique par le symbole de reference L1 de la figure 
100, tandis qu'un profil de queue resultant du phenomene de canalisation 
etablit une distribution d'impurete comme indique par le symbole de ref6- 

30 rence L2 de la figure 100, dans laquelle les impuretes s'etendent a tra- 
vers la couche SOI 3 pour atteindre la pellicule d'oxyde enterr6e 2. 

II va de soi que de nombreuses autres modifications peuvent 
etre apportees au dispositif d6crit et repr6sent6, sans sortir du cadre de 
Tinvention. 
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parmi les surfaces superieure et inferieure de Tune au moins de la multi- 
plicity de regions de formation de dispositif. 

7. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 1, carac- 
terise en ce qu'au moins une partie de la region d'isolation ou des re- 
gions d'isolation comprend en outre une region d'isolation combinee (33 
29) incluant la region d'isolation partielle et une region dielectrique com- 
plete s'etendant a travers la couche SOI, la region d'isolation partielle et 
la region dielectrique complete etant mutuellement en continuity. 

8. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 7 carac- 
terise en ce que la region d'isolation partielle a une surface superieure 
plane et uniforme. 

9. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 7, carac- 
terise en ce que la region de semiconducteur de la region d'isolation 
combinee a une epaisseur (TB) qui n'est pas superieure a la moitie de 

15 I'epaisseur (TA + TB) de la couche SOI. 

10. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 7, ca- 
racterise en ce que la region dielectrique complete de la region d'isola- 
tion combinee a une largeur (WC) qui n'est pas superieure a la moitie de 
la largeur (WD) de la region d'isolation combinee. 

11. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 1 ca- 
racterise en ce que la region d'isolation ou les regions d'isolation com- 
prennent en outre une region d'isolation complete (114, 115, 110) ayant 
une region dielectrique complete s'etendant a travers la couche SOI- en 
ce que la multiplicite de regions de formation de dispositif comprennent 
une region de formation de transistor NMOS d'entree/sortie (106) et une 
region de formation de transistor PMOS d'entree/sortie (116) qui sont 
disposees de facon mutuellement adjacente; et en ce que la region 
d'isolation complete est formee au moins au voisinage d'une frontiere 
entre la region de formation de transistor NMOS d'entree/sortie et la re- 

30 gion de formation de transistor PMOS d'entree/sortie. 

12. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 11 ca- 
racterise en ce que la multiplicite de regions de formation de dispositif 
comprennent en outre une region de formation de circuit interne (190 
180) disposee en position adjacente a une region parmi la region de for- 
mation de transistor NMOS d'entree/sortie (106) et la region de formation 
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de transistor PMOS d'entree/sortie (116); et en ce que la region desola- 
tion complete (110) est en outre formee au voisinage d'une frontiere en- 
tre la region de formation de circuit interne et Tune de la region de for- 
mation de transistor NMOS d'entree/sortie et de la region de formation de 
5 transistor PMOS d'entree/sortie qui est disposee en position adjacente a 
la region de formation de circuit interne. 

13. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 1, ca- 
racterise en ce que la region d'isolation ou les regions d'isolation com- 
prennent en outre une region d'isolation complete (120) ayant une region 

10 dielectrique complete s'etendant a travers la couche SOI; en ce que la 
multiplicity de regions de formation de dispositif comprennent une region 
de formation de transistor NMOS (126) et une region de formation de 
transistor PMOS (136) qui sont disposees de facon mutuellement adja- 
cente; en ce que la region d'isolation complete (120) est formee dans un 

15 emplacement de formation de region d'isolation complete situe a I'inte- 
rieur de la region de formation de transistor PMOS au voisinage d'une 
frontiere entre la region de formation de transistor NMOS et la region de 
formation de transistor PMOS; et en ce que la region d'isolation partielle 
(127, 137) entoure la region de formation de transistor NMOS et la region 

20 de formation de transistor PMOS, sauf dans I'emplacement de formation 
de region d'isolation complete. 

14. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 1, ca- 
racterise en ce que la multiplicity de regions de formation de dispositif 
comprennent une region de formation de transistor d'un premier type de 

25 conductivity en ce que la region d'isolation partielle comprend une re- 
gion d'isolation partielle peripherique entourant la region de formation de 
transistor; et en ce que la region de corps comprend une region de corps 
peripherique d'un second type de conductivity entourant la region d'iso- 
lation partielle pyriphyrique. 

30 15. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 1, ca- 

racterisy en ce que la multiplicity de regions de formation de dispositif 
comprennent une rygion de formation de transistor MOS; et en ce que la 
rygion de corps comprend une region de corps adjacente a la source 
(156) disposye en position adjacente a une rygion de source (154) de la 

35 rygion de formation de transistor MOS; le dispositif a semiconducteur 
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comprenant en outre une region de fixation de potentiel electrique (158, 
160) connectee en commun a la region de source et a la region de corps 

adjacente a la source. 

16. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 1. ca- 
racterise en ce que la region de semiconducteur de la region d'isolation 
partielle comprend des premiere et seconde regions de semiconducteur 
partielles; et en ce que la concentration en impurete de la premiere re- 
gion de semiconducteur partielle (174, 175; 206, 207) est superieure a 
celle de la seconde region de semiconducteur partielle (176; 204, 205). 

17. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 1, ca- 
racterise en ce que la multiplicite de regions de formation de dispositif 
comprennent une region de formation de transistor MOS d'un premier 
type de conductivity et la region de semiconducteur de la region d'isola- 
tion partielle comprend une region d'un second type de conductivit6; et 
en ce qu'un maximum de la concentration en impurete de la region de 
semiconducteur (182) de la region d'isolation partielle est plus profond a 
partir d'une surface de la couche SOI qu'un maximum de la concentration 
en impurete d'une region de drain/source (183, 184) formee en contact 
avec la region de semiconducteur dans la region de formation de tran- 
sistor MOS. 

18. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 1, ca- 
racterise en ce que la multiplicite de regions de formation de dispositif 
comprennent une region de formation de transistor MOS; et en ce qu'un 
maximum de la concentration en impurete d'une region de formation de 
canal (187) de la region de formation de transistor MOS est plus profond 
a partir d'une surface de la couche SOI qu'un maximum de la concentra- 
tion en impurete de la region de semiconducteur (182) de la region 

d'isolation partielle. 

19. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 1, ca- 
racterise en ce que la region d'isolation partielle a une partie de coin de 
surface et une partie de coin inferieure, cette partie de coin inferieure 
ayant un rayon de courbure superieur a celui de la partie de coin de sur- 
face. 

20. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 7. ca- 
racterise en ce que la region dielectrique partielle de la region d'isolation 
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combinee a une partie de coin inferieure et une partie consistant en une 
marche definie entre la region dielectrique complete et la region dielec- 
trique partielle, la partie consistant en une marche ayant un rayon de 
courbure inferieur a celui de la partie de coin inferieure. 

21. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 1 ca- 
racterise en ce que la region d'isolation ou les regions d'isolation com- 
prennent en outre une region d'isolation complete (210) ayant une region 
dielectrique complete s'etendant a travers la couche SOI; et ce dispositif 
a semiconducteur comprenant en outre un element a inductance (199) 
forme dans une region de formation d'inductance s'etendant dans une 
partie superieure de la couche SOI, la region d'isolation complete etant 
formee sous la region de formation d'inductance. 

22. Dispositif a semiconducteur selon la revendication 1, ca- 
racterise en ce que la multiplicity de regions de formation de dispositif 
comprennent une region de formation de transistor MOS (225, 226) et la 
region de corps (234) comprend une region de corps connectee a la 
grille, qui est connectee electriquement a une electrode de grille (235) 
d'un transistor MOS forme dans la region de formation de transistor MOS; 
et en ce que la region d'isolation partielle (230) entoure la region de for- 
mation de transistor MOS. 

23. Dispositif a semiconducteur ayant une structure SOI com- 
prenant un substrat semiconducteur (1), une couche dielectrique enterree 
(2) et une couche SOI (3), caracterise en ce qu'il comprend : une region 
de formation de dispositif (128) dans laquelle un dispositif predetermine 
doit etre forme, cette region de formation de dispositif etant etablie dans 
la couche SOI; et une region d'isolation peripherique etablie dans la cou- 
che SOI et entourant la region de formation de dispositif, cette region 
d'isolation peripherique comprenant une region d'isolation partielle (149) 
ayant une region dielectrique partielle formee dans sa partie superieure, 
et une region de semiconducteur formee dans sa partie inferieure et 
constituant une partie de la couche SOI; et en ce que la region de semi- 
conducteur est formee en contact avec la region de formation de disposi- 
tif et est flottante. 
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